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DATENBLATTSAMMILUNG

"Ilektronische Bauelemente!

Ausgabe 1/89 (44): "Neue und weiterentwickelte Bauelemente sowie ausgewdhlte importbauelemente"
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Hinweis

Als Tachfolgeverdffentlichung unseres Taschenbuchés_sowie der Detenblattsammlung "Aktive elekironi-
sche Bauelemenie" vertffentlichen wir ab 19829 eine Datenbuch-Reihe mit etwa 8 Binden in einem
Zyklus von 4 Jshren geﬁeinsam mit dem Milit&rverleg der DDR™ (Preis ca. 8,00 E/Band).

Diese Datenbuch~Reihe wird im Interesse degkAktualitét/durch einen Bend "Neu~ und Weiterent- -
wicklungen" jéhrlich ergénzt (Preis ca. 20,~ M). s

Lbonnements fiir Taschenbuch und Datenblattsammlung werden von -uns in ein Abommement der neuen
Versffentlichungsreihe einschlieBlich Band "Neu- und Weiterentwicklungen' in bereits bestehendem
Umfang Ubernommen, sofern keine Stornierungen erfolgen. :

Pir Amateure wird die Datenbuch-Reihe liber den Buchhandel vertrieben.

Datenbuch Band 1: CMOS-Logik-Schaltkreise (wird z. %. ausgeliefert)

Datenbuch Band 2: LS-TTL-Scheltkreise  (in Vorbereitung)

RedaktiorgschluB;: Januar 1989



E{%S 21/@@,5(A§ 21/75 / - 1/89 (1‘4)1“

‘Herstelierland: @%&R

Ubersetzung, bearb.

Schottky-Dioden

Die Schottky-~Dioden KAS 21/40 und KAS 21/75 sind in‘Planar-EpitaxieaTechnologie gefertigt und-
finden als Gleichrichterdiode, Mischdiode, Schutzdiode, Schaltdiode und fir die FPdlle, in deneh
eine niedrige Schwellenspannung verlangt wird, Anwendung.
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Bild 1: Geh&use
0536 max.

. Die Anschlisse dirfen nicht in einer Entfernung von weniger als 3 mm vom GehBuse gebogen werden,
wobel nicht die zuldssige Zugfestigkeit liberschritien werden éérf. Es wird empfohlen, die Wirme
beim Loten sbzuhalten. Die Lotdsuer darf max. 4 s betragen, die Léttemperatur max. 350 °C.

Die Anschlisse diirfen nicht unter 6 mm gekiirzt werden.



Kenpzeichnung

/

dritter Farbstreifen

Typ sweiter Farbstreifen
KAS 21/40 schwarz . Grundfarbe
KAS 21/75 schwarz ‘schwarz
Die Grundfarbe des Gehduses ist weil.
Grengwerte
KAS 21/40 Kas 21/75
Kurzzeichen min. maXs mine. max; Einheit
Wichtperiodische Upa - 60 - 100 v
Spitzensperrspannung
Sperrgleichstromn _IR - 50 - 50 /uA
& = 100 ¢,
J
UR‘= 40 V (KAS 21/40)
UR = 75 V (KAS 21/75)
Periodischer Spitzen~ T - 300 - 300 mA
durchlafstrom FRu
Gesamtverlust- .
. 1
leistung Ptat = 250 = 250 W
Umgebungstemperatur- 5 ~ o
bereich a . =55 125 =55 125 C

1)Temperafur der Anschliisse in Entfernung 8 mm-vom Geh#use Ist kleiner als 35 O¢

Kenmwerte (2 =

Sperrgleichspannung
IR =5 /uA
Sperrgleichstrom

U'Rz‘isv

DurchlaBgleichspannung

IF = 0,1 mA

IF = 150 m&
Gesamtkapazitét
U =1V

R

f = 1 MHz
Warmewiderstand

25 °0)
) KAS 21/40 KAS 21/75
Kurzzeichen mine moXe min. Mmax. Einheit
UR 40 - 75 - v
IR - 0,5 - 0,5 /uA
U
Ky
i 0’25 - 0325 v
- 1 - 1 v
Ctot - 6 B 6 BE
- 350 - 350 K/W

Rinja
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KAS 21/40, ...

oI
300 mA
Pt
mW 103
: \\ /;’ i/
200 N 0%
AT =t00e
n ) . J i=100°C
. T :
100 & : J}uzst
. \ ] v
\ 'o0 //
0 4
) 25 50 75 00 125 7o :
R YA 0 02 04 06 08 1
. : -——»UF/V
Bild 2: Verlustleistungéreduktions» Bild 3: DurchlaBkennlinie
kurve )
( 4/°é ~ Umgebungstemperatur;
Ty = Temperatur der Anschliisse
8 mm vom Gehduse)
- 25
EB. IR}IJ
pA Tpl2sc
10! : 108
100 - o102
1
/
101 = 10!
162 100/
[i} 20 40 80 80 100 25 50 75 100 125 150
——e Ug[V . —=.Jlc
Bild 4: Sperrkennlinien Bild 5: Abh&ngigkeit des Sperrstromg vou

der Sperrschichttemperatur



Die vorliegenden Datenblitter dienen.
ausschlieBlich der Information!
Es“kénnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schan Fortschritts sind varbehalten.

Herausgeber.

veb applit

Wainzer Strafe 25

Berlin, 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 0112281 (0113055
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KAS 31

Heréteileriand: CSSR

Ubersetzung, bearb.

Schottky~-HF-Diode

ot
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Die Schottky-HF-Diode KAS 31 ist in ?lanar—Epitaxie«Technologie géfertigt und findet als HF~
Gleichrichter bis 1 GHz mit grofem Richtspannungswirkungsgrad Anwendung. ’

Gehduse: Plestgehiuse 80D 23 mit Axiaslenschliissen

Masse ¢ 3091 g

25,

- 12

e

0.75max

4amin
28 min

12,6

getber Streifen

42max

28max

0.2 6max

I

Kennzeichng, der /ﬂ

4,1 min
25min__,

Katode
gelber Streifen

=

i

I
|

I

Bild 1: Geh&use
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. Die Anschliisse dlirfem nur einmal in einer beliebigen Entfernung vom Geh8use gebogen werden, wobei
nicht die zul'a’.ssige Zugfestigkedt fiberschritten werden darf. Es wird empfohlen, die Wérme beim.
Loten asbzuleiten, indem man den AnschluB zwischen Gehduse vnd Lotstelle mittels einer -Flachzange
festhélt. Die Lotdauer darf max. 4 s betragen, die Lottemperatur mex. 350 ¢,

Grengzwerte
Kurzzeichen min. max. Binhedit
Betriebsscheitelsperr- URWM — 10 v
spannung ; _
IR = 20 /uA
Sperrgleichstrom I - 50 Juk
- - D )

Up =57, =7 %
Umgebungstenperaturbereich w“a . ‘ -45 85 "%
Kemmwerte (7 = 25 °C)

‘ Kurzzeichen min. MmaxXe Einheit
Sperrgleichstrom Iz, S
T - —

‘ LR =17V - 15 /uA
UR =57 s - . 3 /uA
Sperrgleichspemnung . UR 8 - v
IR = 10 /uA
DurchlaBgleichspannung UE‘

Ip =01 m - 0,18

Ip = 10 mA - 1,0
Gesambkapazitit Ctot - 1,3 PF
Uy =0V, £ =1 Mz :

Richtspannungs~ n 7

wirkungsgrad

£ = 0,3 MHz, UI = 10 mV 12 - %
£ = 0,3 MHz, UI = 50 mV 45 N - %

1) )
‘Messen des Richispannungswirkungsgrades bei f = 0,3 MHz

7= U, - 100/01eff 2% HeBschaltung s. Bild 2 ’

PR —
/ % )
U1i 7R MD j’*-"‘l"w Mo
N
] q

L

! - .
Bild 2: MeBschaltung zum Messen des Richtspenpungswirkungsgrades
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Informetionswerte

Kurzzeichen

MoK« BEinheit

" Lebensdauer der
Minorititsladungstriger s

/»I=mA
7 5

Grenzfrequensz h i

Temperaturkoeffizient R TKIF

I, =0,1 m,

5 _
=25 .o 85 %C

&

Videowiderstand sy

1)RV = Up/Igs leBschaltung s. Bild 3

IM5 .

150 bs

1000 MHz

152 v/

8,5 %Ohm

Y| 'r /@.’M’

Bild 3: MeBscheltung zum Messen des Videowiderstandes

KAS 31



Die vorliegenden Datenblitier dienen
ausschiieBlich der Informationt

Es kénnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder Preduktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Andetungen im  Sinne des techni-
schan Fortschritts sind vorbehalten.

WMainzer StraBe 25

Berlin, 1035
Telefon: 58005 21, Telex: 0112881 011 3055




SU 191, SU 192, SU 193 T yean
kroelektronik ., Karl Liebknecht” Stahnsdorf

%-E@mte!ier: VE

Si-npn-Leistungsschaltiransistoren

Anwendung: Schneller Leistungsschaiter in induktiven Stromkreisen bei mittlerer Spennung, Z. Be
Schaltregler

Wechselrichier
Steuerung von }’!echsel- und Gleichstrommotoren

Besondere Merkmele: Multiepitexisl-Mesa-Technik
o Glaspassivierung
grofe Robustheit
- kurze Schaltzeiten

105 mey. 25:0,
- TR %ﬁfUJS
| e
' E
= C‘/E )
3 +& =&t
= o :
& NS
o) e N T i
Q)
e Qi . o f _—C
: !
. Beaugspunkt zur \ i )
T Lmax Messung der BPTERY Bild 1: Gehause .

1120; Gehdusetemperatur

ligsse: £ 15 g ] .



.- Grenzwerte

(Absolutes Grénzwertsystem)

Diese Werte gelten im gesamten Bereich der Sperrschichttemperatur, wenn nichts anderes angegeben

ist.
Kurz=- -
zeichen min.e - meXe. Einheit Bemerkung
Kollektor-Emitter- UGEV - 120. v (SU 191) UBE = =2 V
Spannung 160 v (sU 192)
300 ¥ “(SU 193)
Yczr Uegv . - Bgg = 10 Obm .
Usno 90 = v (su 19’1) Iy = 0
125 v (sUu 192) -
250 .V (SU 193)
Fmitter-Basise U 10 Ty
Spennung EBO .
‘Kollektorstrom ICsatr 20 A (SU 191) Empfohlener Wert
15 A (SU 192) fir Normalbetrieb
- 10 A (SU 193) (Hennstrom)
Ig. 25 A (sU-191)
20 A (su 192)
15 A (SU 193)
Tom 30 & (8U 191)- ty £ 10 ms
’ 25 A (sU 192) T £ 0,1
20 A (sU 193)
Basisstrom ] IB 8 - A (SU- 19‘1.)
) ' : 6 A (sU 192)
4 A (ST 193) \
3 .
IBI\-'I 10 - .A (SU. 191). tp = 10 ms
-9 A (su 192) T £ 0,1
6 A (sU 193)
Gesamiverluste Piot 150 w o 4/:; s 25 9%
leistung g
Sperrschicht- W 200 ¢
temperatur J
Gehsusetemperatur - < -25 200 %
% A/On ) fe) ,‘
Lagerungstemperatur ot +5 +35 c max.. 3 Jahre
in der Verpackung & ° ’
=50 +50 ¢ max. 1 Monat
- Druckkreft an >denl, 4 N einmalig beim Montieren
Anschlissen ) -
Anzehl der Biegungen 3 Biegewinkel £ 20 ©°
der Anschliisse Biegeradius & 3,75 mm
Abstand vom
Geh#useboden £ 3 mm




S 1/89 (14) . . 3 : S SU19T, el

100 — ' _ . Bild 2: Reduktion der Gesamtverlust-

F% _ ST \ . R P . leistung Py .
Qt; X

PNy

0o 50 . 100 150 —= JC

Kennwerte (bei 173’ =25 % -5 K .

. Kurz-- ) . ) - L
zeichen mine - M8X. Einheit Prifbedingungen
Kollektor-Emitter- Uy 9 - v (5U 191))I, = 0, T, = 0,1 4
Durchbruchspanmmg = (oR)CEO 425 . v (SU 192) tB “1,msc' .
. s . <
» ' P
250 T 'R (SU 193)| Binzelimpuls
Emitter-Basis- Durch~ U 10 - ¥ 4 I.=0, I, = 10 mA
‘bruchspsnnung (BR)EBO : : ¢ 7B )
Kollektor-Emitter- I S 1 Com Up = Uppry Uny = =2 V
Reststrom CEV T CE CEV? "BE
52%%?33;;23;&3%; Uspsst - 1,2 v (5U 191) Ty = 2,0 &,\Ig = I,
- 1,2 .V (SU192) Iy = 1,5 4,0t < T ms,
- 0,9 v (SU.193) Ip = 1,0 A, |Einzelimpuls
i 5-Emi - - 2 - (s =
W M B Nt
T 2,0 v (SU 192) Iy = 1,5 A
- 2,0 Vo (SU193) Iz = 1,0 A
Speicherzeit tg - 2 Jus (SU 191) Ip, = 2,0 A,}Ohmsche
- 2 us  (SU 192) I, = 1,5 A, jLast
/! S B1 3
- v2 us (SU 193) Tg, = 1,0 4, T = Tgge
Abfsllzeit tp - 0,8 Jus (SU 191) Iy, = 2,0 &,]I55/Tp = 1
- 0,8 - us (SU 192) Iy = 1,5 4, [0y = 100V
- 0,8 s (SU193) Igy = 1,04
Innerer Wdrmewider- Rthjo - 1,17 K/W

stand




Die vorliegenden Datenblatter dienan
ausschiiefilich der Informationt

Es konnen daraus keine Lisfermdg-
lichkeiten oder Produktionsverbing-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schaen Forischritts sind vorbehalten.

Herausgeber.
veb eppliketionszentrum elelkbronik berlin
émmnammmmmma -

Mainzer StraBe 25

Berlin, 1035
Telefon: 58005 21, Telex: 011 2981 011 3055
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vorlsufige technische Daten

resden
A

ersteller:  V ?@fgghmgsmmmm Mzkmeﬁeé@sﬂ@ﬁ k
Betrieb des Kombinates VEB Carl Zeiss JE

Programmierbarer HF-Teiler mit Vorverstérker

Spezieller Schaltkreis fir Frequenzmeﬁ= und d¢gitaie Abstlmm-Anzelge~Systeme
(in Rundfunk- und Fernsehgertiten)

§

9 Teilverhiluisse programmierbar

eine #ersorgungsspannung 5V +5%

Bingengsfrequengbereich 600 kHz ... 125 WHz

}

CMOS-Technologie (Standby-Betrieb mbglich)

Gehiuse s Bauform ATGH nach TGL 26713/02

[

::r; 22.0 mas.
B B 2%
o
ar
-
. | 4
o k 0'..F
pat : °
bl . ed
y 94
2,52 045 %t
. 46 15 qy 13 2 M 40§
; oMo 3 3 i O
b I
* , Bild 1: Gehiuse
R e =

71 2 3 % 5§ & 7 &

L)



Der Schaltkreis U 1159 DC ist ein programﬂlerbafer HF-Teiler mlt Vo:verstarkera Br dist fu mln-;vvava
gangbfrequenzen von 600 kHz .. 125 MHz geeignet. Er besitzt folgende wihlbare Tellverhalunlsse°
: 1/.32 3 1/ 33721/ 64 2 1/ 65 ¢ 1/ 7100 1/ 101 ¢ 1/ 110251/ 114 : 1. s stehen komplementara
’ Ausgangsslgnale zur Verfigung. Die OpenmdralnuAusgange sind abschaltbar. Bin "Standby"-Betrieb ist
‘mdglich. Der U 1159 DC eignet sich, bedingt durch das Angebot der dekadischen Teilverh#linisse
10 :k1 und 100 : 1, vorziglich zur direkten Frequenzmessung. Durch die unmlttelbar benachbarten
TFeilverhdltnisse n : 1 und (n+1) : 1 eignet er sich auch als Vorteiler fir FTLL-3ynthesizer zur
Abstimmung von HF-Empfingern (Fi- vnd AM-mEmpi’ang)° Iin Verblndung mit dem” PLL-Synthes;zer—Schalt=
kreis U 1056 DD ist durch Nutzung des din letzterem enthaltenen .5 Bit-Swallow-ZBhlers sowie des
programmierbaren 10 Bit-Teilers, bel einem im U 1159 DC programmleruen Teilverhdlinisses 32/33 ¢ 1
jedes genzzahlige Teilverh&ltnis N im Bereich N = 1024 ... 32767 einstellbar.

s

Anschluﬁbelegungi

Anschlu8 - . ¢ Bezeichnung
1 I Signaleingang , invertierend
2 I Signaleingang
3 UCCD digitale Betriebsspannung
4 Usoa angloge Betriebsspannung k
5 Uggy analoge Masse '
6 USSD ~digitale Masse -
7 ~ Q Invertierter Ausgang
8 Q . _ Wichtinvertierter Ausgang
g .18 - "Tristate"-Eingang
10 - CM2 ‘ Teilmodus=-Eingang 2-
11 ! P2 Programmiereingang 2 -
12 - 8B "Standby-~-Eingeng
13 M1 ‘ Teilmodus-Bingang 1
14 cSWe ) Aktivierungseingang
i5 . RES . - Rlicksetzeingang
16 P1 e Programmiereingang 1~
<7
g @e
. T . [Z) 5] RES
Ueen & ] swo -
waE @ o
Uss s 2] SB
: Ussp L] ol P2
8 [z o] cM2
0 [&l 5] TS .
- Bild 32 AnschlufBbelegung




v Funktiohsﬁeschreibung
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Dér U'1159 DC besteht sus Vorverstirker sowie einer mehrstufigen Teilerlogik'und ist als HF=Teiler
Tir Frequenz-ief~ und -Synthesizer-Systeme konzipiert. ! -

Der interne Vorverstérker des U 1159 DC sorgt fiir eine hohe Elngangsempflnd11chkelt und ermdglicht
somit eine pa331ve Auskopplung der Oszillatorsignale. Dies gestattet das richtige AbschlieBen der
Zufuhrungsleltungen und das Arbeiten mit geringen Signslamplituden. Der symmetrische Aufbau der
Differenzeingangsstufe gestattet den AnschluB symmetrischer Leitungen. Der U 1159 DC besitzt 2 kom-
plementére Ausgénge (Q und J), so daB das Ausgangssignal den Folgestufen mit beiden Polarititen an-
geboten wird. Somit kinnen sowohl Schaltungen angesteuert werdeﬁ, die ‘auf die positive, als auch
solche, die auf die negative Flanke aktiv reagieren. Durch die Ausfilhrung der Ausginge als: Open—
draln—Stufen ist die Ansteuerung mit TIL- oder CHMOS=Logikpegeln gewdhrleistets

{fber den Riicksetzeingang "RES" (high-aktiv) konnen die Ausginge Q und. Q deflnlerte Logikpegel er~
halten;-RES = H hat Q@ = L und Q H zur Folge. Liegt RES statisch auf H-Pegel, werden dle Ausglinge
festgeklemmt, so daB keine Frequenzteilung stattfindet, - - ) :
Die Programmiereingénge P1 und P2 dienen zur stabischen Elnstellung der Heuptuellverhaltnisse

(10, 32, 64 und 100), wihrend die Tellmoduselngange CMT und CHM2 als Steuerezngange zur-dynamischen
Verénderung der Haupttellverh&ltnlsse, Za B 32 : 1 in 33 ¢ 1, 64 =1 in 65 :1.bzwe 100 : 1 in’

101 ¢ 1, verwendet werden kinnen. A - :

Wird der Aktivierungseingang SW = L gesetzt, werden die Signaleingénge sktiviert.

" Teilverh#lénis . P P " cHit ez
10 '+ 1 i i H #
32 : 1 L L o #
33 ¢ 1 - L L H #
64 : 1 g2 i i »
65 : 1 H i H ¥ ) -
100 : 1 'L . ‘H H
101 : 1 I i T i
110 & 1 - g H YL
1 L i I L .

-:Anmerkung: # bedeutet beliebiges Steuersignal

B

Das Teilverhdltnis 10 : 1 wird nur quasistatisch (bei 10 MHz) gemessen. Uber den Elngang wpgn

. ktnnen, mit TS =1L, die Ausgange abgeschaltet (hochohmig) werden.

Mit einem weiteren Slgnal, zugefiihrt jiber den Standby-Eingang "SBY, kenm der U 1159 DC in den
- Schlafzustend gebracht werden. Hierzu ist SB =/L erforderlich. Die Ausgénge werden nun hochohmig

und .die Stromaufnahme des Schaltkrelses geht auf ICCSB zuruck.



Grenzwerte .
’ Kurzzeichen min, Cmax, Einheit
‘B‘etriebs‘spaz}nung 7 UCCA, UCCD =053 ,17790 » v
Spaﬂnung an allen. U » =0;3 ﬁcc+0,3 v
- Eingdngen ) .
Spannung en Q, U - Uy -0,3 10 v
Verlustleistung P t‘ ot - 6, 25 W
Umgebungstemperatur 7); 0 70 % )
= Ausgéngsdaueﬁ:stram IOma.x = :20 mh

Betriebsbedingungen

Bétfiebsa;japnung

Steuereinginge

L=Eingangsspannung

H-Eingangsspanmung.

Signaleingénge

Bingengsfrequenz

Eingan%‘sspannung
- f =0

] IHz
> 5 kHz

| Heltezeit
Set-up-zZelt 1
Set-up-Zeit 2

1)

siehe Bild 3

(AllQ.Spammgen sinc}llauf USSD_bzw. USSA' (Magsg) beﬁzogen)

Kurzzeichen

' _ mine max . Finheit

Uge 4,75 5,25 v
Uy, =0,3 1 v

. O - - -
Uy Use=!  Uget0s3 v
£ 0,6 125 1Hz

- U _ 1) . - ¥
-1 100 1000 Ve
7 R .

30 1000 n, e

'I:H e - ns
- 2 - w
tSZI s

14 aua1t20 -



/B9 (18) - : 5 , ) B U 1159 pe

'5':(Ke'nnwe§1;e - ' : ' o ‘ : - A
‘Kurzzeichen’ . mine . mBXe Einhieit . ]
LTAusgangéspan%xmg LUy, = 2,4 ) v 2) e _ : -
H-Ausgangsspennung : Uoxt “ B - e 7 v 2)
Stromaufnahme B Igg o e - ‘40 —;7 ) mh
Standbynstromaufnahme‘ . iCCSB e : e _720 ' : /U.A.
Eingangsleckstrom ‘ ‘IIL‘ =3 3 RS : /uA ’
ﬁbefgahgszeit: L bomrn. AR E 25 “ns N
@ Qe t ool - 50 ns C ‘

QrIH

1)Z“rlschen I und T bei’ Generatomlderstand VOon 75 Ohm

)Lastw:.derstanu von 4"{0 Ohm- gegen 9 V-und 30 p# Kapamtat gegen Massee.

Applikativé Hinweise

Be:Lm Ru.cksetzen des Teilers ist zu beachten, daB mindestens 20 us (Set—up»Zelt 1) vor der H/L-
Flanke des RES-S:Lgnales und bis mindestens zu dieser Flanke (Haltezeit) die Signele an den Teil-
moduseingingen CHM1/CM2 gliltig anllegen miissen, damit das durch CH1 und CM2 festgelegte Tellver -
haltnls in der ersten Ausgangsperiode realisiert wird. -

Bei dynamlschem Umschalten (as he ‘wihrend des Betriebes) der Tellverhalmsse :Lst die Se‘hwupw
Zeit 2 zu beachten (CM-Vorhalt). Die CM1/CH2-Signale miissen eine Zeit tS2>f[§E"§' + 20 ns

vor der H/L-—Flanke des Ausganges Q gliltig anliegen. Die Einstellung der Te:.lverhalnlsse flir die .
Ausgangsperlode N erfolgt also in der Perlode Nele :

Das Testverhdltnis der Ausgange Q und Q@ hangt vom gewahlten Tellverhaltnlu Y ab Es gllt.

"Bei geradem Teilverhilinis Y werden Y/2 E:mgangstakte und bei ungeradem (Y=1)/2 + 1 Impulse be»
nétigt ehe die Ausgiinge erstmalig ihren Pegel #ndern. Ausnahmen sind dle Teilverh#ltnisse

110 ¢ 1 und 111 : 13 bei erstgenanntem erfolgt die Reaktion nach 60 und bei letzterem nach 61 Takten.
Wird nur ein Signsleingang einer der Eingangsstufeén benutzt, so ist der andere freie Eingang iber
einen Keremikkondensetor von ca. 22 nf an Masse zu legen. ) :

Wie bei allen CMOS»Schaltkrelsen sind offene Steuereingénge zu vermeiden. Diese kdnnen entweder
direkt oder Uber Widersténde an Betriebsspannung bzw. Masse gelegt werden.

Durch die hohen Eingengsfrequenzen bis zu 125 MHz sind fir den Schaltungsentwurf die fir die HF= .
Technik allgemeingeltenden Grundsétze zu beaqhten. Das sind z. B. Abblockung der Betriebsspamnung,
kurze -und impedanzarme Leitungen zu den Signale'?ngélngen, sorgf'a'.ltige Konstruktion der Leiterkaften.
Als Kondensatoren sind Keramikkondensatoren zu verwenden, die mtglichst nahe an den entsprechenden
Anschliissen dés U 1159 DC anzubringen sind, : .

Flir den Schaltkreis U 1159 DC gelten die Handhabungsvorschrlften fir elektrostatlsch empflndllche
Bauelemente. ) . .

B N



Ur
Vo
Ve )
P | i ]Eﬁ‘"‘m“ Hj:‘w N
&0 3 il
- 3 ] N
& : \\
g ] \\_
5
L0 H_L _ﬁ.[ [ :\
il \
Jq 5
s \\
N
. IHNS
- 2 [ B
K
: N
i N
I J I
i g
0 T N N
% | I - .
. I
P . : i‘i hg]! : N
70 3 :
6D I ™ | N
‘ i y§ .
50 i NG ™~
TR N
40| : i 3
5 Sh
20l L LLLE i ‘
Q. I L (il L hﬂ .
v 4 00 - 7/t
Bild 3¢ Toleranzfeld der Eingangsspannung
s : : . Die vorliegenden Datenblatter dienen

ausschiieftlich der Informestiont
Es konnen daraus keine Liefermog-
" lichkeiten - oder Produktionsverbind-
¢ lichkeiten abgeleitet werden.
; Anderungen im Sinne . des techni-
: schen Fortschritts sind vorbehalien.

Herausgeber:
veb epplik STIE s slekoronik berlin
i veb kombinet mikrosiektronik .

Mainzer SiraBe 25

Berlin, 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881 011 3055




U 4541 DG/SG s s
vorlsufige technische Daten ’ ‘ :

ersteller: VEB Halbleite

Programmierbarer Timergchaltkyrels

k Frankfurt (O.)

Der U 4541 DG/SG ist ein in CHOS~Technologie gefertigter “rogvamm:e*ba“ﬂr Timerschaltkrels, der
sich durch eine geringe Stromeufnehme und cinfache Programmierberkeit auszeichnet, Er ist in der
Lage, mit einer externen Beschaliung von zwel ¥Widersiténden und einem Kondensator eine Taktfreﬁuenz

~dm Bereich von 1 Hz bis mindestens 100 iz zu erzeugen. an Gem Cszillator rechge chalteter Teiler
teilt diese Frequenz wehlweise. durch 2 ’8 2'9, 213 oder 2 , ebhingig von der Programmierung der
AdreBeingénge. Die geteilte 052111auorfrequenz ist am Ausgang verfiighar., Is besgteht die MSglichkeit,

den Timer als Teiler des Oszillatortaekies oder als llono=Tlcp zu betreiben.

Es sind zwei RESET-Modi mdglich: RESET bei Anlegen der Bétriebsspannnng‘und durch einen extern en den
vorgesehenen Anschluf anzulegenden Impuls. Mit Hilfe einer Ausgangssteuverung kann fesigelegt werden,
welchen Pegel der Ausgang bei einem RESET~Impuls annimmt. Im Mono-Flop-Betrieb sind damit Binschalt-
bzwe Ausschal%verzagerungen realisierbar. Somit gestattet der U 4541 DG/SG Verzdgerungszeiten von
1,5 ms bis 9 Stunden, die durch Kaskadierung mehrerer U 4541 DG/SG noch vergrﬁBer% werden konnen.
Bauform: ATFH nach TGL 26713/02 fir U 4541 DG
G1FA nech TGL 26713/02 fiur U 4541 SG
Geh&use: DIL=Plast, 14polig, Rastermaf: 2,5 mn
oder S0=Plast, 14polig :

22 18, Smes:
w0
Lo
:,l
.() ‘ ne
Hasse: £ 1,5 g (U 4541 DG) %. | 04528l
£ 0,2 g (U 4541 .8G) 250125 ’

Bild 1: Gehduse




" AnschluB

1. -
o
3 -~
4 - nicht belegt
5 Auto~-RESET
6" Master-RESET
7 Uss
8 Ausgang
9
10
11 nicht belegt
12
137
14 Upp-

_Belegung

Anschluf fir Widerstand Rpq

AnschluBl fiir Kondensator CTC

Oszillatoreingeng (Anschluf fiy Widerstand RS)'

-

Eingeng fiir Phesensteuerung

_Betriebsartenauswahl

- Bingeng zum Progremmieren
"Eingeng zum Progremmieren des

Progremmie rmb‘glichkeif en

1AnschluB 12 AnschluB 13 Zehl der Teilerstufen n 2"
-1 0 8 256.
Q 1 10 1024
o] o] 13 8192
1 1 16 65536
Zustand -
B i -
‘Anschluﬂ 0 1
5 Auto=RESET arbeitet ‘kein Auto-RESET mbglich
6 Timer arbeitet Master-RESET
9 Ausgeng Low nach RESET Ausgang High nach RESET
: 10 Single-Oycle-lode Recycle-Mode =
Grenzwerte :
Kurzzeichen min. meX. Einheit
Betri?bsspannung UDD USS-O,B USSHS» v
Eingangsspannung Uy Uaa=035 Uy 045 v
(s1le Bingénge) L 5877 bp
Ausgangsspennung iR : USS—O,'S '_UDD+O§5 v
Verlustleistﬁng Ptot ' 300 ) W
& =25 L0asTO % 150 27 W
Lagertemperaturbereich Jsta ~55‘ +125 %

’

des Teilerverh#linisses
Teilerverh&ltnisses

DJ 225 .. 470 O

Z)fﬁr,y?;

£70 ... +85 %C sinkt die zulissige Verlustleistung lineer mit 10 m/°c
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Betriebsbedingungen

Betriebsspannung

. Betriebsspannung zur Gee-
wahrleistung der Auto=
RESET-Funktion -
HigheEing‘ang;sspaznaung

U

oy =5V
UDD‘V=‘ 40V
‘UDDW= 5V

Low=Eingangsspannung

Upp =57
UDD = 10’V
UDD' ="‘15 v

Arbeitstempera’mrbereich

Statische Kemmwerte  (Ugg =0 ¥V, Jé =25 %0 =5 K, U; = Ugg baw, Upp)

Low-Ausgangsspannung

(unbelastet), Upy = 5 157

High-Ausgangsspennung
(unbelastet), UDD =5V

. . Upp

Uy = 15V

10V

DD T

- Stromaufnahme
(AnschluB 5 = High), UD

Upp

Upp
A(Anschluﬁ 5 = Low), UDU

Upp

Upp

D

Low-Ausgangssironm
i)

oD = 5‘v, Ugy = 0,4V
Upp = 10 V5 Ugg, = 0,5 ¥
Upp = 15 Vs Uy, = 1,5.¥

i1

5V
10V
157
5V
10V
15V

Kurzzeichen

U 4541 DG/SG

Tipheit
Upp 3 15 v
Upp 8,5 - v
Urg .
3,5 5 7
7,0 10
11,0 15
U1y,
. . 0 1;.5
0. 3,0 v
0 4,0 v
o 25, 485 o
& - .
Uy, 0 - 0,05 Vi
Yo v
9,95 10
14,95 15 \
Iy - :
. : . _
v 10 Jub
- 80 Jul
- 2060 Jub
- 250 /uA
- SOO /UA
Lon (&) 1,04 - Smh
IOL’ (8) 2966 - mA
Torn (1,2) 0,85 - mh
Tor, (8) + 10,40 E mh
OL. (1,2) - mA



Kurzzelchen mine M8X e Einheit

High-Ausgengsstrom
Upp = 57‘v, Ugg = 2,5 7 Ton (8) L 4,27 o
Tom (1,2) - o120 ‘ , mA

Upp = 107, UOH = 9,5V Ton (8) 2,?5 - mA

» Tom (1,2 1220 : . mh
Upp = 15 7, Upg = 13,5V Ton (8) :;' 8,80 - - , © mA
. | N Tog (1,2) ‘ 4,00 . ; mA
High-Eingengsstrom ) - IiH '
Up = Upp =357 : S ) SRR o 1 L
Low-E:mgangsstrqm . - '"IIL _’ : . ) .1 /UA

Upp =15V, Up =0V

Informationswerte (Ugg = O V, ¥, = 25 %C, O, = 50 pF

U

a
Kurézeichen ‘min, - tVyDa moX. _Einheit

* Eingengskepazitit o ' e 5 pF
husgengsanstiegzeiten tTLH : :

D = 5v ) e : ) 50 : ‘ ns
UI)D = 17(7) V, CL = 50 pF . . . 30 - ns
UDlj = 1? v : . - . 25 ‘ ns
Ausgangsabfallzeiten . tTHL o .

JUpp =57 . ’ _ ' o , AR
Upp = 10 V., Cq, = 50 p¥ « S ; .25 - ns
UDD = 15 V ‘ “ - _ . - / 20 ‘ N » ns P
Verzdgerungszeiten nach ) :

8 Teilerstufen . tPL—H’ tPHL ‘

Upp =57V ' ) - 800 ~ nsg
UDD = 10V B o 400_ ns
UDD= 15 V- . - ;300.‘ ns

L—Taktbxjeiﬁe an RS : tCH ) o
Upp =5V 60 ns
UDD = ‘E,Orv s ) 30* - ns
\U]ii) = 175 v - ’ 20 - . . ’ ns
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U 4541 DG/SG

Kurzzelchen mine Typ. mMeX o Einhedt
Taktfrequenz fC
Upp= 5 V » 5 WHz
= ' 11
UDD 0V MHz
U = 14
UDD 15 v MHz
Master-RESET-Impulsbreite tMRH
Upp = 5V 60 ns
Upp= 10V 60 ns
UDD 15 v ‘ ns
Rrc
3 1
C
T
} 2
L 3
Rg Bilad 2: Osziilatorbeschaltung
Fur die Uszillatorfrequenz gilt : -
' - 1 ) . .
fOSZ B e mit 1 kHz <fosz<100 kHzj RS TC
253 # Rqgx Cog

frequengbestimmender Widerstand: 10 kOhm <BTC

frequenzbestimmender Xondensstor: CTC >100 pF

<1 MOhm



Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschiiellich der informationt

Es konnen daraus keine Lisfermog-
fichkeiten oder Preduktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Herausgeber.
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i veb kombinet mikrosiekoronilk

Mainzer StraBe 25

Berlin, 1035
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U 6264 DG

vorliufige technische Daten

Hersteller: VEI F@%@hmgszmﬁmw Mikroelektronik
trieb des Kombinates VEB Carl Zeiss JE

Statischer 64-KBit=Schreib-Lese~Speicher mit wahlfreiem Zugriff (sRAM)

1/89 (14)

resden
A

Orgenisation = 8192 x 8 Bit
) - Bidirektionale Ein- und Ausgénge
- Tristate~Ausgengsstufen
= Bin- und Ausginge TTL-kompatibel

Betriebsspannung Uyy = 5 V & 10%

Datenerhalt bis UCCS = 2 V (Schlafzustand)
Technologie CHMOS =567
Bauform GehBuse A4TNF nach TGL 26 713/02, Plast '

4 29,5

33,56 max, 45,24 £ g128]
__“_) ‘
LR
255800

y s4ta 425 o»s“’*

7 26 25 24 23 2234 30 94 18 17 46 15

45,24 max,

R3S EE TS G ran Bild 1: GehBuse

Masse . 24



2

Der Schaltkreis U 6264 DG ist ein statischer oChrelb*LeSQ-bPELPh@r mit wahlfrelem 7uwr1ff in der
vOrganls 2tionsform 8192 Worte zu 8 Bit (8 KByze), Die Schaltkréise sind fiir den Finsatz in Gerdten
der Datenverarbeitung, der sutomatisiervngstechnik und“der konmerziellen Elektronik bestimmt.

Auf Grund ihrer geringen belstungsaafnahme sind sie besonders fir oautprlegepu*zarue und tragbare
Gergte geeignet.

Typ CEl-zugriffszeit Art

U 6264 DGOS 55 ns . - . ,(Sﬁlektlons‘“p)

U 6264 DGOT 70 ns : (Grundtyp)

T 6264 DG10 100 ns (Anfalltyp)
AnschluBbelegung R

AO bis 412 Adresseneinginge

DQO bis DQ7.Dateneingénge und ~ausginge

CE1 Chipektivierung 1
CE2 Chipaktivierung 2
S " Schreib-/Lesesteveruvng
CE Datenausgangsaktivierung
'UCC Betriebsspannung -
USS lMasse
) ) Bild 2: AnschluBbelegung
-ne nicht belegt

1 Adresswech
| seldetektor
| [
|
ﬁ g : Speicher-
ATO o matrix
A 8o Adressen- Zeilen-
A S eingang dekoder ZSBXSpal’ten
e 256 Zeilen
A12
[ |
A D Lesever-
A stdrker
A2 Adressend. Spalten- und -
A3 eingang dekoder Schreib-
AL O—ent schaltung
! [—e——%
‘ .
CEZ CE————‘“" T bidirekte-|=
— tionale L .
I Takt- Datenein-|_
I . steuerg. und -
o] #—————e- . -qusgange|~ "
l
1

e -*-“ék""““43_'”ﬁ%f”—“‘““";“”"”“'“ Bild 3: Rlockschaltbild
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Funktionsbeschreibung

Der Schaltkreis hat die Organisationsform 8192 Worte zu 8 Bit. Er besiltazt Redundensz, die keinen
EinfluB auf die elekirischen Kennwerte hat. -
Der Schaltkreis wird mit der H/L-Flanke von CBE1 bzw. der L/H-Flanke von CE2 aktiviert. Gleichzeitig

werden die AdreB- und Steuereinginge gedffnet. Je nach Informetion en ¥E und OF sind die Datenein-

génge oder -ausginge aktiv. Im ausgewdhlten Zustend des Schaltkreises (CE1 = L und CE2 = H) 16s%
jede Adressenfnderung einen neuen Lese~ oder Schreibzyklus aus.

Beim Lesen (CE1 = L, CE2 = H, WE = H) gelengt dile Information sus den Zellen bis zu dén Datenaus-
gengsstufen (intermes Lesen). Mit der H/L-Flanke von 0F werden die Datenausginge aktiviert und die
Information liegt niederohmig en den Datenausgéngen DGO bis DQ7 an. Durch dieses Signal kann die

Zugriffszelt verklrzt werden und der externe Datenbus steht nach der Akiivierung des Schaltkreises

zur Dateniibertragung noch zur Verfligung.

Beim Schreiven (CE1 = L, CE2 = H, W = 1) wird die en den Dateneingingen DQO bis DQ7 enliegende In-
formation in die adressierten 8 Zellen. geschrieben. Der Schreibzyklus wird mit der L/H~-Flanke von

CET oder der H/L-Flanke von CE2 oder der L/H-Flanke von WE beendet.

Plir alle Typen wird der Datenerhalt bis UCC = 2 V (Schlafzustand) mit geringem Schlafstrom garantiert.
Im Schlafzustend muB der Schaltkreis durch CE1 = H oder CE2 = L inaktiviert werden. Nach Beendiggng

~des Schlafzustandes (U‘CC > 4,5 V) ist fir die internen Vorladungen die Einhaltung der Zeit R

»

notwendige. .
Die einzelnen Betriebsarten zeigt die folgende Tabelle.

I

Betriecbsart CEl CRE2 7

WE OB Datenanschllsse

nicht susgewshlt # L #*

H % # * hochohmig
Internes Lesen L H H H hochohmig
Lesen . ‘L‘ . H H » L Datenausgénge

niederohmig
Schreiben I . H L *# Datenausgénge
: hochohmig

# = Zustand beliebig
Zeitdiagramme (siehe Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7)
Signale Flanken )
D -~ Dateneingang 11 - Ubergang nach H
Q = Datenausgang . 1 - Ubergang nach L
€1 = CE1 V = Ubergang in giiltigen Zustand
¢2 = CE2 X - Ubergang in ungiiltigen Zustend oder
Q0 ~ O beliebigen Zustand
W - ¥WE ) ‘ 7z - Ubergang in hochohmigen Zustangd

Flankensnstiegs—- und Flankenabfallzeit tTLH = tTHL < 5 ns

Flr die Diagramme Schreibzyklus 1, 2 und 3 gilt folgende Anmerkung:

Wenn WE, OE, CE1 und CE2 wihrend dieser Periode im Lesemodus sind, befinden sich die Datenausginge
im niederohmigen Zustand, und es ist nicht zulédssig, inverse Eingangsdasten enzulegen.



Grenzwerte

Alle Spannungen sind auf USS = 0 V (Masse) zu beziehen.

Kurzzeichen mine max. Einheit
Betriebsspannung ) Uag ~0,3 750 v
Spannung an allen ein- Ug =0,3 Uag + 0,5 v
fachen und bidirektiona-
len Bingingen :
Gesemiverlust= ‘Ptot - 1 W
leistung i )
Betriebsbedingungen

Alle Spennungen sind auf Ugg = 0 V (Mlasse) zu beziehen. Die Behandlungsvorschriften flir MOS-Schalt-
kreise sind einzuhelten. ' ' _ .
Bin KurzschluB zwischen aktiven Ausgingen und Masse oder Betriebsspannung ist nicht zulissig.

Allgemeine Betriebsbedingungen

Kurzzeichen min. type. maX. Einheit
Betriebsspannung UCC 4,5 5,0 s5 v
Betriebsspannung im Uses 2,0 - - v
Schlafzustand : :
L-Eingangsspannung UTL =0,3 = 7 0,8 2 v
5 0 v
H-Eingangsspannung Uy 2,2 - Ugg + 993
Umgebungstemperatur 4/: - =25 - 85 ¢
- Verzdgerung Adressen= + - - 10 as
wechsel/Ausgeng AVQX :
aktiv J
Verzdgerung 61’*}_1 t - - 10 ns ‘
Ausgeng sktiv C1Lex
Verzdgerung CE2 t - - 10 ns
Ausgang aktiv CoHX )
Verzdgerung OF t - - 5 ns
Ausgeng akliv OLOX
Verzbgerung W& ) T’"F{QX ‘ - - 5 ne

Ausgang aktiv



5 - U 6264 DG

1/89 (14)
Typebhéngige Betriebsbedingungen min.
' U 6264
Kurzzeichen DGOS DGO7 DG10 Binheit
Zykluszedit . tAVAK 55 ‘ 70 100 ng
CE]~L=Impulsdauer to1n01H 50 65 30 ns
CE2-H-Impulsdauer tooncor, : 50 65 90 ns
1
Adregsenvorhaltezelit ?AVWH
gegenliber Schreibende £ ] 50 65 50 ns
AVC1H s
taveer
Datenyorhalteze;t tDVWH
gegeniiber Schreibende tDVC;H 30 35 40 ns
Tpveer
Datenhaltezeit nach t?
Schreibende - t”HDZ 0 0 0
C1HDZ ns
Yooy,
' WE-L-Impulsdauer Sy 40 50 70 ns
Adressenvorhaltezeit kA
gegeniliber Schreib- ;tAVWL
anfang . AVCI1L
taveen
Erholzeit nach Schreib= +
zyklus WHAX
tC1HAX o] o 0 ns
foorax -
Zeit von Schaltkreis- " 2
aktivierung bis C1HUL 2
Schlafzustand tCZLUL )

Erholzeit nach t 3
Schlafzustend UHCTL . 33
byncen tavax

mex.
U 6264
Kurzzeichen DGO5 DEO7 DG10 Binhedit

Adressenzugriffszeit tAVQV
TE1-Zugriffszeit tornoy 55 70 100 ns)
CE2-Zugriffszeit . tCZHQV
Dynamische Strome ICCO ’ 120 . mh
aufnehme '
OE-Zugriffszeit b 35 - 40 50 ne
U = 5,07 OLQV
cC
Verzdgerung CE2 nach tCZLQZ 20 25 35 ns

L, Ausgeng hochohmig

Wegen der hochsten Prioritdt der CE-Fingénge werden die Abschaltzeiten
tCTHQZ, tWLQZ und tOHQZ der Zeilt tCZLQZ gleichgesetzt,

TTEine einmalige Unterschreitung blg «2 V fir die Dauer von 10 ns innerhalb einer Zykluszeit ist
zul&ssig. '

2 UL = Absinken der Betriebsspannung
3)UH = Ansteigen der Betriebsspannung
4)Ucc = 4,57V



Kenngrifen

L=Ausgangsspannung U

Upg = 452V

I = 3,2 mh

0

Kurzzeichen

min. max.

Einheit

H-Ausgangsspannung U o1

Ugg = 425V
I, = -1,0 mk

Stromaufnahme
Ruhezustand
Upe = 5,5V
Stromaufnahme
Schlafzustand
UCC =3V

Eingangslecks

einfacher Eingénge

UCC = 5,5V

Eingangslecks
bidirektional
Eingénge

Ugg = 557

UI =0V

UO=

Eingangskapaz
7 =25 %

A

DQ;

Af

I

DGy

im lCCR

im ICCS

trom IL

i

trom T
er T

Q V oder 5,5V

itet C

tavax

- ‘ 0,4

2,4 =

= 100

' Adressen
15V gualtig

By

o BNGX
25V ;
08V 0,8V

Ausgangsdaten
qailicg

;
“ Wohrend des Lesezykdus WE<H; CE1= OE = Uy ; CE2 = Upy

tavax ,
Adressen
K"E v giltig 15V &
tavay
_\i 15V 45 sz /-/
ooV temaz
toiax
j/ts v
teanay
teanax
%K"“ isy
‘ tolay
T
toLgx :‘W
28V AR A Ausgangs -
08V 02,1" i_guttig Aouv
08

Wéhrend. des lesezukius  WE-H

Bild 4

v

v

p¥F

: Lesezyklus

s Lesezyklus

1

o
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tavax
\ Adressen ! 0
A 15V gultig 15V
i . tayive twhAX Ll
teici
GET ™ \\;‘(1,5\/ I.SV—/ / /
TC2HC2L
cez s 15V N \ O
£ avwL : twLwe

WE 15V ?\X 15V 1,5v~/

tpvwn | twhoz
-q»—«-{ .

| Wenn WE, OE, CET und CE2 wihrend dieser Periode

- im Lesemodus sind, befinden sich die Datensus-
génge im niederohmigen Zustand, und es ist nicht
zuléssig, die digitel entgegengesetzten Zingangs-
daten snzulegen.

Bild 6: Schreibzyklus 1 (WE gesteuert)

) “tavax _ )
A \( Adressen \/ :
t - Gt B -
<7 K3V Quittig 1SV
tavcaL
toic
TN \ 15y 15 4 g
tavcay teonczL icaLax i
]
ce2 / \ \ \ AN AN
15V 15V NN N
. twiwn
- WE § 15V W5V //
’ toveal, teanz
DQ; . hochohmig sg‘t‘ggngs' hochohmig
{Eingang) 15V i 15
- tczHax | twioz & i

DQ;  hochohmig

(husgong)

U 6264 DG

- {avax ‘
Adress_em /
A - Yasv qaltig 15V
tAVCIH teiax
tavein teiLcin
N S Y 15V,
tezheaL i
oy :
Lee / g . 7-1,’ ¥ ‘I,SV\
twiwn
" T
WE A \ } Z Py 'y ////
N NG 15V - Yo
v tovcin | tciHoz
pa, hochohmig “i“a"t%iﬂqs' hochohmig
(Eingang) 15w qllti 15V
tenax twi.az

DR; ~ hochohmi hochohimig

(Ahusgang)}

oV

OE - : X

‘5. hnm. Bild 6

Bild 7: Schreibzyklus 2 (TB1 gesteuert)

s. Anm.*Bild 6

Bild 8: Schreibzyklus 3 (CE2 gesteuert)



Schla?.zustaﬂd.vx
Uee-
- N\ees & 2V// 1
22V Uecg =02V = Ucggs = Lccs‘i?g?ﬂf’ 22V
temmuL . tygern -

ov

Uceos z Uges - 02V oder .Uc52§ £ 02V

- Bild 9: Schlafzustand 1. (CE1 gesteuert)

- Scfnta#’zustand.

- WEY - - —% 7

i

ov

Die vorliegenden Datgnbiatter dienen

ausschiiefilich der Information!

Es kénnen dargus keine Liefermdg-

lichkeiten- oder Produktionsverbind-

lichkeiten abgeleitet werden.
nderungen im Sinne des techni-

schen Fortschritts sind vorbehalien.

Herausgeber.

Berlin, 1035
Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2881 011 3055
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v orlauflge teehnische Daten

H@E”@t&“&?:- VE F@?ﬁ@h@nggzm%mm Makreeﬂe@@mmk
Betrieb des K@m@mates VE3 Car Zeiss |

Schnelle stat.t.sche e 3 t=Schreib-Lesem

Organisation - 1024 x 4 Bit ' '
. ) S Bidlrek'l::.onale Datenein- und -ausgange

v K . Tristate-Ausgangsstufen )
. ' Ein- und Ausgange TTL—kompatlbel

Betriebsspennung . . Usg =5V & 10%

Datenerhalt - \ : bis Ugeg = 2.V (Schlafzustand)
" Technologie - ' CMOS-SGT
Bauform s Geh#use ATHB nach'TGL 26 713/02; Ausfilhrung Plastgehiuse
w0
&
4;; - 22 mex

<

i

<

0 .

w

«f e

2

N o
N 48 1 44 45 4 13 42 ¥ 10

R 00 O ot S 2 20 0 R A O A M 3

o ~

50D o
o o v o N i1d 1 ehs
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Der Schaltkreis U 6548 DC ist eln schneller statlscher %eh;elbwLeseq-Snelcher mit wahlfreiem Zugrif;
(sRAM) in der Organisationsfo rm 1024 Worte x 4 Bit. Briist flr den Einsatz in Gerdten der Daten—’

2

verarbeitung, der Automat151erung5uechnik und der kommerziellen Elektronik bestimmib.
Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme ist er besonders fir batterlegepufferte und tragbare

Gerate geeignet.

Typ C5-Zugriffszeit °
U 6548 DC 20 20 ns '

U 6548 DC 35 35 nsg

AnschluBbelegung
A0 Dbis A9 Adresseneinginge
5 - Chipauswahl .
WE Lese-Schreibsteuerung
DQO bis Datenein- und
- DQ3 Datenausginge
'Usg Masse
UCC Betriebsspennung

Art

(Selektionstyp)

(Grundtyp)

A

A6 1] 6]
AS5. 2] ]
A4 3] &)
A3 [& 5]
A0 5] 7).
a1 &l ]
£2 [F i72]
s [g] i
Uss (4] -

Ueg
A?
A8
A3
260
Q17
a2
Q3
WE

Bild 2: AnschluBbelegung

. M#—'_'m Speich |
s eicher-
AS H : 5 : m%tr(t:x |
AB C}—m Adres- Zeilen- “4096 Zelle |
"A7HZ%[%;$_ dekodeI™ 8L (54 zeil ) |
: eilen,

. 64 Spalten) |. |
A8<?———*D ‘ S l
A9 ?F———*w

. N i

! T s fis s |

2 ‘ . . . B i

DO 0 ] |

. , |

#m = Treiber- ’

Dat . ufqd v Spal‘cenéjekode. I
, . [Empfanger ‘ un

ba2 J?@' ichub Sc{:reib-lLese |

D03 i ung sC alt{ng ‘

B ¢ |

| |

| o |

!

CS 9= Ein-/Ausgabe- und Adressen- |
WE Zyklussteuerung register ;
df = B |

I | |

! ! v ?

S G G ' ,LL :

Uss  Uge AD AT A2 A3

Bild 3: Blockschaltbilid
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Funktionsbeschrelibung

Die Schaltkreise U 6548 DC bestehen aus folgenden Teilschaltungen:

- Adresseneingangsséhaltung flir 10 Adressenleitungen .

~ Speichermatrix mit 64 Zeilen und 64 Spelien .

‘= Spal tendekoder mit 4 Schreib-/Leseverstérkern

=~ Zeilendekoder

= Takisteuerung

= 4 bidirektionale Dateneingénge/~ausginge - .

- Im Ruhezustand (G5 = H) sind die Datenasusginge DQU bis DQ3 hochohmigg Die Auswahl des Schaltkreises
erfolgt mit @8 = L. Die Adressgenbits zur Auswshl der 4 speziellen Speicherzellen werden von den
Adresseneing{a’ngen AO bis A9 mit der H/L-Flanke von CS in das Adressenregister Ubernommen.:

Beim Schreiben (TGS = L, WE = L) werden die Daten an DQO bis DQ3 in der LOW-Phase von W& in die
Speichermatrix . eingeschrieben. ’ ‘ : -

" Beim Leésen (C8 = L, WB = H) stehen die Daten der 4 ausgewahlt@n Sp91onerzellen nach Ablauf der Zu=
griffszeit niederchmig an den Datenausgangen_DQO bis DQ3 zur Verfugung,

- Bin Schlafzustand ist wihrend des Ruhezustandes durch Absenken der Betriebsspannung mogl:chc In:

' diesem Schlaefzustand (2 V< UCC < 4,5 V) muB der Schaltkreis durch CS:= H inektiviert werden.

Nach Beendigung des Schlafzustendes bei UCC > 445 V ist fir die internen Vorladungen die BEinheltung
der Zeit tUHCL notwendig.

Alle Bin- und Ausginge sind TTD-kompatibel.

Zeitdiagramme ( siehe Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7)

Signale ) Flanken

A -~ Adresseneingang H - Ubergang nach H

D - Dateneingang . L ~ Ubergang nach L

Q ~ Datenausgang V ~ Ubergang in gliltigen Zustand

C = Chipektivierung X = Ubergeng in ungiltigen oder beliebigen Zustand
W = Schreibvlesesteue‘rung 7 = Ubergang in hochohmigen Zustand '

Plankenenstiegs- und‘,l’«‘lankenabfallzeitén: tTHLmax e t;J.‘LT-imax = 2 ns, gemessen zwischen UIL = 0,8V
un@ UIH = CUIHmin - 0,2) V. )
Grenzwerte . i :

Kurgzeichen min. C max, Einhedt
Betriebsspannung Usg ' =0,5 T v
Spennung an allen Bine- ) ‘
und Ausgéngen UI” Uof =0,5 . 7 v
Gesantverlust- . Pt " - 0,5
leigtung o -
Umgebungstemperatur . /Ui 0 L 70 %
Betriebsbedingungen

Alle Spannungen sind anf US% = 0 V (Masse) zu beziehen:
Die Behandlungsvorschriften flr MOS-Schaltkreise sind einzuhalten.



"‘4

N

Kurzzeichen U 6548 DC35 U 6548 DC20 . Binheit =
h mine. . MWMeX< -mine mexe
Betriepsspannung Use 4,5 5,5 - T445 55 SV
Betriebsspapnung o ‘ o , ’
im Schlafzustand UCCS 2 . - e 2 = v
* L-Eingangsspanmung Uy, ‘ -0,3 0,8  =0,3 0,8 v
H-Eingengsspanmung Uy 2,2 Uygt0,5 2,2 Uggt0s5 v
Umgebungstemperatur 1& ; 0 7 0 0 L %
C8~L-Impulsdauer tCLCH ) 35 - 20° - ns
. GS-H-Impulsdaver tCHCL 15 - ' '1Q,: - ns
CS=L~Impulsdauer tCLdHé . 70 - = 40 ‘ - . ns 3)
Adresse@vorhalﬁezeit : tAVCL-' : o i ) S -
. : . 10 . - B - - ns
Adressenhaltezelt Cberax : ) )
- WE-L~Impulsdauer Tyrem )
Wﬁ-iﬁpulévorhaltea
~zeit tyron
WE-Impulshaltezeit - 35 - 20 - ns
Datenvorhaltezeit o
gegeniiber VB tDVWH
Datenvorhaiﬁgzeit .
gegeniiber €S tDVCH B
Datenhaltezeit O tgmz )
* Schreib-Lese-Abstend tonen |
‘Lese-Scohreib-Abstand torn ¢ 0 - 0 - ns
Datenverzdgerung ’
wm ¥E Yyov
FE-Vorhalt tyL.oL :
WE=Nachlauf T
'Zykluszeit barer 50 = 30 - ns
tonone 85 - %0 - ns
Zeit von Chipinekti- L . ’ : . )
vierung bis Schlafzu~ tCHUL Q. - 0 : - ng i)
stend k '

- : R s 5
emer R ).

Erholzeit nach Schlafe .
‘zustend ) ?HCL-

toneL

"1}Einmalige Unterschreitung bis =2 V f&r die Deuer von 10 ns innerhaldb einer Zykluszeit ist zu=- -
léssige. ' ' C . '

2) - ) o . .
»Zasatébgdingmng fir U 6548 D63§° CUGG - UIH}max = 2,87

'B}Gilt nur fir kombinierten Lese-Schreib-Zyklus
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4)U‘L ~ Absinken der Be’trie’osspammlg

5)UH ~ Ansteigen der Betriebsspannuﬁg

KenngriSen ‘ S ' EEER . S i i

Die KenngridBen in der folgenden Tabelle gelten fiir die vorher génann'l;en Betriebsbedingungen, wenn
nicht anders angegeben. v :

Alle Spannungen sind suf USS as‘ﬁk Vv (Masse) zu beziehengr

: Kiirzseichen U 6548 DE35 U 6548 DC20 Einheit
- mine meXs min. maxXe .

Stromaufnahme im Ruhe= v .
zustand . ICCR' S 50 - 50 /UA

U =T

iL S8

Uy = Ugg
Ugg =257

| Eingengsleckstrom - Ip; B A BT

U U

IL < Yss . . ) ) .

U U

IH ~ Yco
UCC :5,5?

L-Ausgengsspannung Uon, o 0,4 o - 0,4 v
. Uge =457 '
Tog, = 8‘mAV

H-Ausgangsspannung UOH ' 2,4 - S 2,4 = v
UCC =45V 7 ‘
IOH = =4 - mh

CS=Zugriffszeit tCLQV

" Stromeufnahme im Isos - - S 10 - - 1o Ul
Schlafzustand SR : o p . : /
Urn, = Usg R .

Urg = Yo -

Dynemische Stromsuf- T, - 20 - 20 A

nahme beli 10 -KHz . TGeo R : S A

U =57 N - o

fir €S UIL = Ugg

Uy = Uge

U

Eingengskapazitit Cs ‘ - 5 - 5 pR
. Verzogerungszeit tCHQZ 0 15 0 10 ns
CS/Ausgang hochohmig ,

Upg =57V
o Ur1 = Uss : ' . e R -
Ug = Usc o ’
. VerzSgerungszeit = ti’v’LQ‘Z 0 15 - 0 10 ns

. WE/Ausgang hochohmig
Uge = 5V, Uy = Ugg

Ugy, = Ugg
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Bild 4: Lesezyklus (WE = H)

o teLer -
taver | cteiax — tavel|
!
. Ac_ﬁressen i 7/ '
) ’ 119 - - 1
tcHeL o tcien tewer |
= ’
f e
oy . hachohrrig - Ausgongsdaten’ ‘
e Howvy

Faver fave,
A Adressen ,
t gultig : 15V
15V
.. taa ,
temel teLcH teneL
¢ !—/13 V. 15 in.,.,
tCHWH
twiLcH -
. | t wiwH : .
o | tcLwy .
WE 1 ‘
oSS 15V 15V 7
- Ywioy o |, tovws 11"““02
‘ DA hochohmig J/Einqangsdaten hochohmi
‘ 1,SV§K gultig 15V
Bild 5: Schreibzyklus (WE = 1)
Schlafzustond
5V 4,5V -
Ucs 22V L Uy
tenin v ‘ tyHeL

Bild 6: Schlafzustand
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taver,  terax VC ‘
o J ,
PN Adressen ! _
Ai it 7,
- 15y UG sy y 15V
N . tercla .
teicHz Feuet
5 \| . 4 N\
~ B Y WY A |
3 i t wieh tcuwn ¢
- ‘ -
- YWHEL V T WLwH ‘ o TwHeL]
- ANl e toven-
E 47/ | % 15V 4/ / 15
5 15V i1 BV ) ) 5V
’. i Toven / . 3
’ Fovii - twipz
B - hachohmig / Elhgangsdaten hochohmig
K gltcg 5V
Speicher  Zyklus- tesen  Schreiben Schreiben =~ Ende Frhol-  Zyklus=
in Ruhe  beginn “Ausgang - Ausgang Daten - . des phose ende=
+ Adressen- . gultig hochohmig Ubernahme  Schreibens Zyllus -
tubernohme beginn

P

Bild 7: Lese-/Schreibzyklus
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Dynemischer 256-KBit-Schreib-Tese-Speicher (dRAM) mif wahlfreiem Zugriff

D

resden

. Orgenisation ‘ 262 144 x 1 Bit ' - \
) ‘Tristate-Ausgang, Datenausgeng durch CAS-Signal
-eine Versorgungsspannung (5 V) .

_}ggjcrié;os'arteﬁ ' ‘Lesezykius, Schfeibzyklus, ,LesewSchreib‘n;,Zyklus;
‘ Statischer Séitenzugriff {Lesen und Schreiben)’
Refresh-~Zyklus » .
RAS=ONLY -REFRESH

256 Refresn~Zyklen, Refreshzeit 4 ms
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Der Schaltkreis U 61256 b6 ist ein dynamischer Sehrelb—Lese—Speicher m:.t wahlfreiem Zugrif; (dRAM) in
der Organisationsform 262 144 x.1 Bit. Der Schaltkreis ist fir deén Binsatz in Gerdten dér Daten-
verarbeitung, der Automatlsierungstech_nlk und der Immerziellen Elektronik bestimmt vnd wird als

hauptspelcher in GroB-, Klein~ und Mikrorechnern eingesefzt. Die Typen upter,sche;den sich in den

dynémischen Parasmetern (Zugrlffszelten)..

Typ m;»Zugriffszeit

@

_Art
U 61256 DCO8 - 80 ns Selektionstyp
- AN %
U 61256 DC10 . 100 ns Selektionstyp
U 61256 DCi2 - . 120 ns Grundtyp “
U 61256 DC15 : ‘ 150 ns Anfalltyp”
AnschluBbelegung
- S CAQ co. AB Adresseneingéﬁ'"g'e
h A% T4 7] USS i C&ES Spaltenadressensteuerung
DI [3 7 CAS o -
WE Bl m 0o RAS . Zellensdressensteuerung
RAS [z al AB @ DI . Datenelngang
A3
ﬁ\g % % Al DO . DQtEH&USé&.ﬂg
Al [ g A5 e . Lese=Schreib-Steuerung
Uee & 1 A7 Usg Betriebsspanmung -
USS 7 Masse

Bild 2: Arschlufibelegung =
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OC Ss 'Ausgungs» Daten-Aus angs-
steugrun . versiar A

DI Daten - Eingang ~Dekoder<:> 4 Schreib-Lese~ -

verstdrker “tlaus & - Verstarkter

Sfex_erunq

O-\'—i-@- Schreib-Lese- Daten

O=—=e= Taktgenerator

mit

i

5 AQ A8X
AT o A8Y

Matrix mit
Sensorverstarker

Sensorverstarker
Bitdekoder

Substirat Qe
spannung O—%———m !

kS
128 kBit Matrix
128 k Bit

% TADX - A7X
- Wortdek oder

> Wortdekoder

=
Adresseneingang
C

G AT
s - r—
A8 : AOY-A7Y

"
E—

Bild 3: Blockschaltbild

’Funkticnsbeschreibugg

Def Schaltkreis besteht aus 1—Transistor—Speicherzeilen mit je einem MOS-Auswahltransistor und
je einem MOS=Speicherkondensator. Damit werden htchste Speicherdichte, einfache Betriebsweise und
- glinstige Kennwerte erreichi. .

Es wird Weltgehend die CMOSsSchaluungsnechnlk verwendet, womit eine minimale elektrische Verlusta
leistung gewdhrleistet wird. Die Verlugtleistung ist der Zyklusrate proportional. :

Die Chipauswehl, die Zeltsteuerung und das Auffrlschen erfolgen intern, abgeleitet aus den Takten
RAS, CAS wnd WE.

Alle Bin- und Ausgange sind TTLmkompatibela Es besteht ein Eingangsschutz gegen elektrostatische
Aufladungen.

Bs sind schaltungstechnlsche,‘technologlsche und layoutseltlge Vorkenrungen.yegen "soft errors"
durch Alpha—Partlkel getrcffena ’

Adressierung

Das 18 Bit breite Adrefwort, qas zur Auswahl einer der 256 K Speicherzellen erzorderllch ist, wird
zeltmultlplex iber 9 Adresseneinginge A0 bis A8 in die internen. Adressenspeicher Ubernommen. Die
fallende Flenke des Taktimpulses Row=Adress-Strobe (RAS) iibernimmt die Zeilenadresse. Die Ubexr=
nahme der Spaltenadresse in ein Register wird eberifalls von der RAS-H/L-Flanke gesteuerts Bel
Anderung der Spalienadresse ‘wird der Inhalt dieses Registers Uberschrieben. Des Bitmuster, das um
tSVCL vor der CAS-H/L=Flenke und um tensx nech dieser Flanke anliegt, wird darn als endglltige
Spaltenadresse interpretiert, wemn keine stetische Seltenzugrltfs~&yk¢en ausgefuhrt werden

(s« ststischer Seltenzugmff)o

- Dateneingang und Datenausgang
Die Daten, die in eine ausgewahlte Zelle eingeschrieben werden sollen, werden bel einer Kombination
der WE~ und CAS=Signale in ein Dateneingengsregister Uibernommen, wenn RES aktiv ist.
Das letzte der beiden Signale WE und CAS veranlaBt mit seiner fallenden Flenke die Ubernehme der
Dateninformation DI in das Datepexngangs;eglshera/Dcdurcb gibt es verschiedene koglichkelten der

Svhreﬂbzyxlus--steuerunéc



Bei einem CAS-gesteuerten Schrélbzyhlus (WE vor CTES aktiv, d. B 1) wird DI durch CAS iibernommen.
Die Datenelngangsvorhaltezelt (tIVCL) und die Dauenelngangshaltezelt (tCLIX) gind dann auf CAS zu
beziehen.

Wenn die Bingangsdaten belm,CASmUbergang noch nicht verfiigbar sind, mufl das WEwSlgnal verzogert
werden, bis der ChS~Ubergang eriolgt ist. In diesen W“~gesteuexten Schrelbzyklus sind die Zeiten

Tryyr, W8 By ouf WE zu beziehen.

Die Daten werden vom Speicher in Lesezyklen gehalteh,1WEnn WE im inektiven Zustend (H) ist, und
__zZwar so lange, wie CAS akiiv (L) ist. Die suszulesenden Daten werden am Ausgang nach der angege-
benen Zugriffszeit verflgbar. C e

Datenausgangssteuerung

Der normale Zusiand des Ddtenausgengs DO ist der hbchohmigé Zustend. Immer, weun CAS inektiv: (H)
ist, floated DO (hochohmiger Zustend}. So w1rkt CiS als Datenausgangssteuerung¢> Dex einzige Zeit-
punku, zu dem der Ausgang elngeschaltet 1st und die letzte logische 0 odexr 1 enthal», ist nech der
Zugriffszelt bei einem Lesezyklus. DO ist dann gultlg, bis CAS zuriick in den 1nakt1ven Zustand (H)
geht. ’ .

" Wenn der SpelcherzyKlus ein Lese—, Lese~Schreib- coder bchreﬂbzyklus (N“-gestauert) ist, dann oeht
DO vom hochohmigen in den aktiven Zustend (H oder L) iiber. Wach der Zugrlffsze;t steht der Inhalt
der susgewdhlten Zelle (nicht invertiert zum -ehemaligen DI=Signal) zur Verfiigung. Der Ausgeng
bleibt aktiv, bis. GES inektiv (H) wird, unsbhingig devon, ob RAS inaktiv wird oder nicht.

Wenn der Speicherzyklus ein Schreib=Zyklus (Eﬁgwgestéuert) ist, dann behdlt der Datenausgang DO
seinen hochohmigen Zustand wihrend des gesamten Zyklus. Diese Fonfzguration erlanbt dem Anwerider
volle Steuermtglichkeit von DO allein durch die Zezusreuerung von. Wh. Dadurch, daB der Ausgeng
die Daten speichert, bleiben die Daten von der Zugriffszeit an bis zum Beginn eines folgenden Zy-
klus ohne Verléngerung der Zugriffszelt giltig. :

Statischer Seiten=Zugriff (SSz)

Der SSZ erlaubt aufeinanderfolgende Speicheroper&tioneﬁ fur vefSchieﬁene Spaltenadressen bel der

- gleichen Ze;lenadvesse mit erhthter Geschwindigkeit ohne Anwschsen. der VerTusf]eisturg; Das wird
dadurch errelcpt, defl bel allen SpelcherZVKlen, die sich suf dle gleiche Zeilenadresse bez1ehen,
das Signal RAS aktiv (L) bleibt. : .

Im SSZ werden die Spaltenadressen vom Scheltkreis unebhéngig von HuBeren Tekten verar beltet, éo
dafl bei aufelnanderfolgenden Ldressenzugriffen keine Vorladung erforderlich 1st wodurch ein zu-
sitzlicher Zykluszeitgewinn eintritt. Das ist besonders fir BlldWleaerholspelcher von Vorteil,
Der 837 wird initialisiert indem CAS vor BAS aktiv (L) w1rd, Insbesondere geht der Schaltkrels
nach jeder RAS-H/L-Flanke in den SS3 Uber, wenn der CAS-Anschluf suf Masse gelegt wird. Beim $S%
(Lesen) bleibt der Datenausgang sténdig im aktiven Zustand, wenn keine CAS-Taktung eriolgue Eg-ist
aber auch mbglich,den Datenausgeng in S8Z-Zyklen mit GAhS = H in den hochohmigen Zustand zu steuern.
Die Daten des ersten Bits bel S8Z-Lese~Zyklen sind nach Ablauf der Zeld trnoy gliltig, die aller
weiteren Bits eines SSZ-Zyklus nach tqvovg bezogen auf-die jeweilige bpalbenPQressew;

Das TWBE~Signal muB in der Betriebsart SSZ (Schreiben) getaktet werden, denn nur dtreh die fsllende
WE-Flenke werden die Eingengsdaten sowie .dle neue Spaltenagresse tibernommen.

Auffrlschen

Das Aaffrlschen der Daten in der Spelchermaurlx mit dynamischen Zellen erfolgi, 1pdemAe1n Speicher=
zyklus fir weae der 256 (A0 Dbis A7) Zeilenadressen im Z°1b1nte“va1] von 4 ms auvsgeflihri wird.

Neben den normelen Speicherzyklen ist das mittels RES~Only-Refresh=-Zyklen vorteilhaft moglich,

© Demit ergibt .sich eine erheblich niedrigere Verlustleistung, ausgedriickt durch den kleineren Wert

Locrep:

Einschalten der Betriebsspannung

Solange Tilr alle Eingangsspannungen U = =0,3 V gilt, wird keine bestimmte Reihemnfolge der Signale

vorgeschrieben. Eingangsspannungen Klelrer als =0,3 V dlirfen an den Bingangsanschllissen erst 1 ms
nach dem Anliegen der Betriebssparmung auftreten.
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. Wenn die Betriebsspennung im Fehlerfall die aﬁgegehené{Grenze ﬁberschreitet,:sind zur Vermeidung
von Ausfgllen die Signale RAS und GAS in den inektiven Zustand zu steuern. -

Nachdem die Betfiebsspannung 1 ms anliegt, benﬁtigt,dér Speicher mindestens 8 Zyklen mit Auf=
frischen fir seinen normelen Betrieb. ' )

Zeltdlagramme ( siehe Bild 4, Bild 5 Bild 6, Bild 7, Bild 8, Blld 9, Bild 10)
Verwendete Kurzzeichen :
Signale: - 7 = Zeilenadresse
! S - Spaltenadresse
- R ='RAS '

C = CAS

W - VWE

I = Dateneingang

) 0 = Datenausgeng
. Flanken: H - Ubergeng nach H < ‘ - . L .
L - ﬁbergang nach L ‘ ) o ‘
V - Ubergeng in glltigen Zustand . -
X = Ubergang in beliebigen oder ungliltigen Zustand
Z = Ubergang in hdchohmigen Zustand

Die Indizés H oder L definieren, ob die Flanke stewgt oder Ff&llt. D1e fur die Funktion des Schalt-
krelses erfordarliche Zeitbedingung - Beginnm .oder Ende der Flanke - ist dem’ entsprechenden Zeit=-
diagrsmm zu eninehmene In unterschiedlichen Betriebsarten kdmmen elnem.Kurzzelchen unterschied~"
liche Kennwerto zugeordnet sel@. Das gilt fir tRLRL’ tRLRH’ tCLCH’ tRHWL’ tRLSV’ tSVWL und + YWHRT,®
Die Zeltmessung erfolgt mit LIHL = t 5= 5 ns.

JIHmin und ULLN&X sind Bezugspunkte filr die Zeitmessung der H:Lngangss:Lgﬂale, Ubergangszelten,weraen

zwischen UIH und U 1, Bemessen. .
Die Zeiténgaben s1nd auf folgende Spannﬁngen bezggén:
Eingénge: Ugg, = 0,8 V3 Urg = 254 Ve

Ausginge: 'UOLV= 0,4 V-oder Ugg = - 254 V je nach Datenwert.

Grenzwerte .

Alle Spannungen sind auf USS =0V (Masse) zu’ bez;ehenw

Kuﬁzzeichen mine. mexe Einheit
Spennung an allen Bin- und Uy, Ub' ' ;2,0 7,0 v
Ausgingen : -
Betriebsspammung Uge. ‘ / -0,5 7,0 A
Gesamtverlustleistung Ptot . - ) 1 W
Umgébungsﬁemperatur JZ"‘ ' 0 - T og
Ausgangsstfom  / . VIk' , ‘ ‘ “’ =50 50 . mA



Betriebsbedingungen - )

41le Spannungen sind auf'USS = 0 V (lagse) zu beziehen. Die Behendlungsvorschriften fir
MOS=Schaltkreise sind einzuhalten. . . .

i Kurz- U 61256 DCO8 U 61256  DC10 - U 61256 DC12 U 61256 DC15  Ein-

. ~ zeichen min, maxe min. maxXe min. max. min. « max. heit
Betriebs- ) Ueq 4,75 5,25 445 555 4,5 545 445 5,5 v
spannung .

H-Eingengs- Uy 2,4 5,25 2,4 5,5 2,4 5,5 2,4 5,5.. ¥
spannung : )
L-Eingang's-v Upy, =1,0 . 0,8 =1,0 0,8 -1,0 ‘0,8 ~1,0 o,s” v
spannung .

Umgebungs~ A : 0 70 /0 70 - 0 70 0 70+ =-°¢
temperatur 7 . B
ibergangs- % fgr -3 30- 3 30 3 30 3 30 ns
zeit L/H T THL : ‘ ’

vnd H/L ’ U o o o

. Alle Zyklen auBer SSZ

RAS-Vorlade- % .70 - 80 - 90 - 100 - ns
zeit ‘RHRL N
RRS-CES~- 2)
Verztgerungs- )
zeit = . : B =

toron 25 55 30 70 30 85 35 105%) ns

§AS-Vorlade- % 15 - “qs5 - 15 - 20 - ‘ns
ot CHCL , - '

GLS-RAS-Vor~ e
ladezeit
'Zeilenadfessenu Fo s ¢} - : 0 - 0 - 0 - s
vorhaltezeit ZVRL ) B . -

Zeilenadressen~ % 10 e 15 — 15 - 20 . . as
heltezeit RLZX . : il

V1
¢

nsg

Spaltenadres- % 5.« - 5 - Bt -
senvorhalte= SVCL . i L . - ‘

- zeit ¥

Spaltenadres= tCLSXI 157 - - 20, - 20 - 25 L ns
senhaltezeit ) : : . _ ) 5

Spaltenadres= %
senhaltezelt
von RAS an

Spaltenadres=
senverzigerungss=
zeit

von RAS an » tarav - 35 - . 45 - 55 - 70 ns

RAS-Haltezeit %
nach giiltiger
Spalten-
adresse -

SVRH

Refresh=" g i s - 4 - 4 - 4 - 4 ms
Periode REF . s

Lese-ZyKlus

Lesezyklus= tpe 160 - 190 - 220 - 260 = - ns
zeit - - ) .
reite RLRH

GAS-Impuls- t 25 50000 30 50000 35 50000 45 50000 ns
hreite .

RAS-Impuls- L. 80 50000 100 50000 120 50000 150 50000  ns

e . _ _ _ 4 _
RAS=Halﬁgze1t tGLRH 25 30 35 : 5 ns



\

breite

1/89-(14) 7 U 61256 DC-
Kurz=" ‘U 61256 .DCO8 U 61256 DC10 U 61256 DC12 U 61256 . DC15. Bine
zeichen mine NaXe min. . maxXe min. .. cmine. MaXe hedt

Fortsetzung -
Lese~Zyklus ] :
GAS-Haltezeit —— 80 - S1000 T - 120 150 - ns
Lesekommandos  buu 0 - o - 0 o - ns
vorhaltezeit WHCL : ;
Lesekomnando=s o 10 - 10 - - 10 0 - ns
haltezeit  RHOb
(RES)
Lesekommando= -t ) - 0 - - 0 0 - ns
haltezeit CHiL
(CES) .

© .8chreib=Zyklus -
Schreibzyklus- - o or 160 - 190 - 220 260 =) ns
zelit - - RLRL ) . ‘ ‘
RAS-Impuls- . tprpm 80 50000 100 50000 120 150 50000 ns.
breite ! ’ o
CAS-Impuls- — 25 50000 - 30 50000 . 35 45 50000 ns
‘breite ’ . . . . ’ - : .

. ) ) 4)
Schreibkomman-_ % 0 - O - Q Q - ns
dovorhaltezeit WLCL
Schreibkomman« ..y 20 - 20 - 25 35 - - ne
dohaltezeit CLWH ‘ o
(CAS) ) _

Schreibkommen~ t 65 - 80 © = . 100 120 - . - ns
dohaltezeit RLWH : , | '
(R&S)- -
§K§=Ha1tezeit’ L C 25 liT’ ' 30 - 35 45 - ns
CAS-Haltezeit by oy 80 .- 100 - 120 150 -  ms
Schreibkommens tWUVH 20 - - 25 - 30 40, = - ns
doimpulsbreite ‘
Schreibkommen~= +, 30 - 35 - 40 50 = ns
Tor WLRH
RAS=Vorhalte-
zgit
gggreibkommagj tWLCH 30 - 35 . = . 40 50 - ) ns’
CAS<Vorhaltezeit
- Dateneingsngs- tIVéL’ 0 - o - 0 0o 2 ns
vorhaltezeit
v
Dateneingangs~ tCLIX’ 20 - 25 = B 30 35 -3) ns
heltezeif - ! '
‘ Ynx
- Lesé=Schreib-Zyklus (1S2)%)
Zykluszeit borRL 195 - 2% - 265 315 -3 ps
RES-Impuls- teLRE 115 50000 140 50000 165 205 50000 ns -



U 61256. DCTO

U 61256 DC15

seénhaltezeit von
RES sn

Kurz- U 61256 DCo8 U 61256 DC12 Ein-
zeichen min. maXe mines . maXe mine MéXe mine maxe heit
Portsetzung
Lese=Schreib~
Zyklus )
'CAS-Impulsbreite Soron 55 50000 65 50000 75 50000 95 50000 . nas
FAS-TE-Verzs- - 80 - 100 - 120 - 150 -4 as
gerungszeit ! .
CES-WE-Verzs-  %gryp 25 - 30 - ECH 45 -4 ns
gerungszeit : :
Spalten= Teyur 45 - 55 = 65 - 80 - -ns
asdressenvor- -
haltezeit vor B
¥E =1L .
CES=Haltezeit tpner 115 - 149 v - 165 - _295 - ns
‘ —
Statischef Seitenzugriff (552)7)
CAS=~RAS~Vorhalte= % 10 - 15 - 15 - 20 - ne
zeit zur SSZ-=Er- CLRL °
offnung ~
ggiissenzykluSm Sevsy 50 - 60 = 70 = 85 = ns
Adressenvorhale - taypy 45 - 55 - 65 - 80 D
tezeit vor
35Z-Ende
GAS-Vorladezeit  tgopep 10 - 10 ~ s . 20" 8
RAS-Vorladezeit SRLRYE 70 - 80 - 90 - 100 - ns. -
38Z=Lese=Zyklus e
Spaltensdres- tgov - 35 - 45 1 - 55 - 0% ms
senverzigerungs= - i
zelt :
Lesekommando= Symt, 10 - 10 - .15 - 20 -  ns
vorhaltezeit T '
Leselommendo= e 10 - 10 - - 15 - 20 - ns
heltezeit REWL :
Lesezyklusende
SS8Z-Schreibzyklus
Sc@ieibvorlade- tWHWLk 15 - 15 - 20 - 30 - ns
zei
Agressenvorhele-  touo 10 - 10 - 10 - 10 - ns
tezeit vor WE
Adressenhalte= t 20 - 25 - 30 ‘ - 40 o ns
‘zeit WLSX .
ZJE;I}—KE-Vorlade- T ~10 - -10 - =10 - -10 - ns
v
Speltenadres- . 70 - 90 “ 110 - 130 - ' ns
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;*1)6,,

11 darf nicht langer als 40 ns negativer a';ls ~0,3 V seine.

2)Es jlst mit 2 TTLwLas’é%en und CL = 100 pf zu messen: tRLCLmaX u.r}d tRLSV gind nur als Bezugspunkte
angegeben. Sie stellen keine einschrinkende Redingung dar. Die Zugriffsgzeit wird durch die drei

wnd t. bestimmt. Wenn tRLCL < tRLCLma:X und tRLS’V < ‘tRLSVma,X, dann gilt

Zeiten tproy, Popov SVOV

. ;- >
), dann gilt tSVOV" Im Fall t‘BLC’ )

5 _ ) . ‘. -
RLOV. Wemn tppor > ¥prormex "¢ Psvor < (Psvovmex = Porovmex i

trrommex U2¢ fsyern ¥ (Ssvovmex T GLOVmaJ? demm gilt topaye

) 3)D:.e Werte fiir tRuRLn:x. werden benuizt, wm die Zykluszeit azi’mxge’t)en5 bei der die volle Punkiion
im Temperaturbef‘c:_ch {0 cos T0 DC) gewghrlelstet wird. Elr\e Unterschreitung dieses Wertes kann zur
-Zerstorung des Schaltkreises fihren.
Ay s boon vmd b

v WLCL RLWL CLWL SVWL
dann ist der Zyklus ein Schreibzyklus (C@Sugestnuert), und dex Datenausgang blelbt hochohmig

Wagren@ des gesamten CAS=Zyklus. Wenn % ot > fCLWLm;n tRLWL > tRL’%mJ.n md tSW@ > DVWLmin’ .
dann ist der Zyklus ein Lese-Schreib'Zyklus; und  der Datenausgang gibt' die Information der gelesew~
nen Zeile ab. Wemnn kalre dieger Bedingungen eérfillt ist, demm ist dex zZustand c.es Daienausgangs

(zur Zﬁgr::. TSZPJ.'E) maestlmmi: de ein- Schreibzyklus \K’mmgesteuert) ausgefiihrt wrd@

sind keine eln@chram'enqan Betrlebswertea Wenn t‘ICL > 'l;\ﬂsCLmlnp

) 5)ID,:'Le“e KenngroBen beziehen sich auf CAS in Schreibzyklen (CAqugesteuert) und aui‘ ‘«"E in Schreib-
Zyklen (WE-gesteuert) oder in Lese-Schreib-Zyklen.

S)Be’ariebsbeding.ungem'éie nach dem Bild "LesewSchreib-ZykluS" einzuhalien, jedoch hier nicht suf=
gefihrt sind, entsprechen den Betriebsbedingungen fir den Lese- oder Schreibzyklus. -

T)Fb‘.r die hier nicht auféexuh sten x&enng ~GBen vel ten die Betriebsbedingungen der enisprechenduu
I\Tomalbe'trlebsart B ‘

8"D:Le Tektung von GAS im 8S% 151‘, nur er fo;:’de:trlz.t::hs wenn der Dstenause‘ang zwischen dem Ausleqen von

zwel aufeinenderfolgenden Spaltenadressen hochohmig werden soll.

Kenngrofen
Die Kenngriben nach folgender Taaelle gelten flr die oben genannten- Betrieosbednngungen, Werm. m.c’ﬁ;
enders a:agegeben, . .
Alle Spennungen sind auf USS = 0 V (Masse) zZu beziehen,

Kurzzeic hen Typ © mine max, Einheit
o U 61256 DC

LY.

Dynemische Stromeufnsime  TIo.o 08 : - 60 _mA

(mittl. Wert bei FAS- , © 40 - 55 1) -
" GES<zyklen) : 12 - Cs0 D m

YRIRL = YRLALmir : 15 - 45 1) .mA

Stromsufnehme im Ruhe- Iron 08/10/12 . - 5 mh

zustand b 15 CoL 4 o

RAS = Upy . o

DO hochohmig -

ﬁ.lngengs? eckstrom an I, ) A

einem beliebigen Ein= LI alle =10 10 JUB

geng . .

alle anderen Anschlisse - . ,

0 V; Up =0 «ue 5,5 V '

Auégs;o.gsleckstram ITO E alle =10 ‘, 10 /w&

L
=O cse 9,5V ‘

DO hochonmig;

- l‘
RAS = Tk Ulﬁ



10

' ‘Fortsetzung
Kurzzeichen ST Typ min. nax. . Binheit
U 61256 DC :
H-Ausgangsspanmung . UOH _ S alle - 2,4 _ v
oeem
L L-Ausgéndgs:.spanﬂmg ' UOL o alle L 0.4 -
I.OJ? 4 mh . . . ) \
‘~%g§riffszeit von - . - Tsto0v ) » ) 08 - 80 - ns
B us ‘ ) 10 - _ 100 e
12 =120 ns
15 - 150 ns
Zugriffszeit von giil- ‘ ’tS\.f".OV L 08 Y. s
‘tiger Spaltenadresse . - - : 10 . S . s
aus . . . i o : ‘ : )
: 12 - .65 ns
15 w80 )  ns
Zugriffszelt von ‘ tCLOV ’ ' 08 ¢ - 25 ns
‘CAS aus ) ‘ (02 - 30 ns
o 12 - C3y ns
15 - 45 ns
* Stromeufnehme im R : S , )
Refresh~Zustand o - Ce s
GiS = U . 08 - 50 jz mA
T v 10 - 45 ‘4 ma
*RIR = ®RIRmin 2 .= w0 1) mA
) 5 v - w1
Stromeufnahme im-, o ICCSSZ ’ . -
S8Z-=Zustand -
RAS = Upg,. -
tsvsv = Psvsvmin
 Ausgengsabschalt- " Yonoz - alle ~o - 3P ns
zeit . } L ) N o . } : o S
Ausgengsabschalt=. S Rir0% - alle 0 h 30 ) ns
zeit nach SSZe B
Zyklen -
:Datenausgangshal’cew" : t: . o alle 10 - ns
zeit nach Spalten- SXOX
adressenwechsel .
ristatehaltezeit’ trrox - alle 10 R . ns
nach 55Z-Erdfinung : R :
Bingangskepazitéit Cry . i alle - 6 1) ka
(L0 ... 48, DI) = :
Eingengskapazitit Crp . - © elle . 71 pF
(RAS, CAS, WE) _ ;
. . 4 -
Ausgangskapeszitét o _ - elie o= 7 . PF

'DUmgebungstem_peratur = 25
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- tRLAL
P RLAK
. L il
RAS . ! -
: . tCLAK
tCHRL —to—si {RLCH —
- tRLCL : —— {CLCH
ERS v X - '
le— tucL - !
¥ i -k .
- ’ 7 e H {SYR
KE — Z ! H
ol poe fSYCL .
{EVAL —Loel foot mzxmsxi
-3 FaeTT thL {
i R —cl— {CLSX '
- . !
RO-RS K i -
. M L)
. ) ] b {CLOY
. tRALSY {SVOY e o - :
, to {RLOY o {cHoz’
. j
Bé ¢ ?
Bild 4¢ Lesezyklus 3
=
i
= — tRLAL -
h - {RLAK b o iaHAL
I t RLWH o i
. N i /" N
7 tRLCH ’ : ‘
. #CHAL o | - - o ' {CHEL
: . tRLCL — {CLAH ——]
. y tCLCH ! :
GRS — - SN - sl N
: ! tHLCH SR . ' :
L tRLRH
. EHLEL } ;
) 1 3 . |
g e HHLHH ‘ _, ;
RE >N L , LLLLS s !
. - LRL 8 et : ) | .
] LBYRL —do—nt ool tALEX L : *:
) L [ ;
_RO-RB KX L X |
‘ : I gsvee oot 1CLSX 7 O R
- trisy - : ¢ tSYRH ~
$IVEL fo——s] 1CLIX :
B : '
Bg

i

”

. Bild 5: Schreibzyklus.(GAS-gesteuert) : _ ) : -



Bild 7:

Lese-Schreib-Zyklus

12
tALAL
ta RLAH s LRHAL
] e . RLVIH { '
BRS N i
1 ; T
- tmLck- . ; i
LoHAL oot | ! ! cH i
. 0 = tALEL — o {CLAH : : cHet a |
mEE - 7 L soLCH LI =
s A AN — WYY i N
B ! ! o LHLEH ——— st '
£ ! { i T H
! 1 : ; — PHLEH =
Lo —esy e L. tCLHH ! f
) M - - i
OoE i H te LR
HE i A | g ! g’ S LSS LS
. ' = {RLSK T 'Jf i .
N i
VEVAL ool e thize ! . 1 A
I I ! | !
RO-AB L XA P X 5 !
T 1 H | £l
oy tsveL—pe Ty — i ) i
je——tRLSY = : , ! £ SVRY o ‘
- - k- HIVHL —8] e tHLIX —& i
01 KX KAAXAKXXAA ' ; KRR A AR
H .
i )
’ ot {CHOE
bé
Bild 6: Schreibszyklus (WE-gesteuert) I
t . i
{RLAL 1
. : tALAN - tRHAL -
5 F— . 11 o
RAS N % ‘ f\
LCHAL meommict I tRUEH : |
H e RLCL : §CLCH 4 i LCHEL
g“‘""’s 4" i ?\)\l‘ } ),m——“*' Ve
s o !
H mﬁcg—«w% I $ELKL f {HLRH
£k ]
. { PRLHL [; HLCH |
| ! I ! !
* {RLHH = f
RE | LT N VLS !
T i ¢
) ! ; m:Lsx ; - ¢ t{
LEVRL 2} = HRLZX] fo—el- tTLEX
; § : i
H 3 !
AC-A8 B L X !
N ¥ N ] ¥
i 4sveL -lesy i
[t RISV T 1SVHL : tsvRd
£IVHL { L omix , : |
Bl RKRHAAR AKX I K KN XA AIARRAAKAAARX AN
| ' M< ey . : ) ] :
[ b | SYGY ] .
! ' A e
& ALBY H
= 3
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-~ = {RLAL
. }' {RLRH ~’l g RHAL ]
z i ]
. m%\i - ) - N
. l :
o
{CHAL —te—et |
. !
v .
CaS S
t i
i
i
i
t
:

REVAL = tRLEX

bg

Bild 8: REFRESH-Zyklus - -

o6

£l
o ¢ALAK ~— : R
RRS ' : %5 _ \ N
P - e dd CHEL
i ) >
tcmu—mis—wg tRLCH tCLAL =
N ' ) - Pt
i i
S 4% 4 o]
i i ! ss—-a{—mr-zm §
. 7 ! | |
L —loet | / e oHiL | b~ tHHAL
! ! : Y R i
1 il
i - T
RE ; ERLSR ——ex{ : ; E § f\"”/
) t w—ERLSVW—@%@O—,———-tSWV-———-ﬁ ) by
1 :
{ZVRL ot e ALZX | 1 j—tsvRH b }w?—wsx
. [ e 42 i 2 i}(
A 4
fo-RS - § ; X X g N S
.
/ H ke ¢3v0Y ] ; b 1 5VGY &) ' | le—tsvay ! le—l— tRHOE
' [ [
e tRLOY < b= £ SXOXed = 19X 0%t | ko geHOE —=]
L}
i ! yya ! — E .
y Yz ‘ A
Wy L. ) j )
ot 77 7 5

Bild 9¢ Statischer Seiten~Zugriff Lésen)
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Bild 10: Statischer Seiten=Zugriff (Schreiben)

Die vorliegenden Datenblitter dienen
ausschlieBlich der Infermation! i
_Es kénnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsvarbind-
lichkeiten abgeleitet werden. .
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehsiten.

vel ¢ i
ey veb komibinset

Mainzer StraBe 25

‘Berlin, 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 0112981 011 3055




L133C

rsteller:’

Die L 133 C ist eine monolithische selbst-
abtastende, lichtempfindliche Zeile mit
1024 Sensorelementen.

Sie ist fur optische Erkennungssysteme be-
stimmt. Neben den Sensorelementen beinhael-

J0.6

1/89 (14)
I

tet dgs'Bauelement ein Ubertregungsgete,
Schiebefegister, Ledungsdetektoren und Aus-
gangsverstirker, Tekttreiberschaltung,
Dunkel- und Hellreferenzscheltung.
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i i) . _ [P L . .
KenngrtdBen ’ bei ﬁé = 25 "C; fp,q = 5 MHz; Ty = 1 m8

min. typ. max. -
SEttigungsausgangsspannung ' Usat 1 2 - v
Dunkelsignal . DS
DS-Gleichspannungsiomponente DSDC
Niederfrequenzkomponente DSHP - - 5 mV/me
Hellsigﬁaldifferenze} PREU - - 240 mY
Dynamikbereich hilt
bezogen auf Spitze/Spitze-Rauschen : 500 - -
bezogen auf Effektiv-Rauschen 2500 - -
‘Dunkelsignaldifferenz DSNU - - 20 mV/ms
Empfindlichkeit) s 1,8 3 - V/pd em™2
Differenz zwischen A und B . - ’ v o (bel klerem Fenster)
im Videosignal4’ ™. - - 160 v '
Gleichspannungsdifferenz - MDC - - 2 '

é

1) Normlichtart A mit Pilter BG 38 (2 mm dick)
2) gemessen bel UyrpEo = §00 mV
3) Fir Normlichtart A mit Filter BG 38 (2 mm dick)}ergibt sich folgender Umrech-
nungsfektor zwischen strahlungstechnischen und lichttechnischen Einhelten:
1 pW/en® = 3,5 1x 1 1x = 0,29 p¥/cm?
(Bestrahlungsstirke, gemessen im Bereich vom 560 bis 950 nm) Die Bes$rahlung
ergibt sich sus Bestrahlungsstérke multipliziert mit der Integrationszeit
1 pW/cme e 5 =1 }zJ/cm2

4) Diese Differenz kenn durch externe Videosignslverstérkungstnderung ausge-

.glichen werden.

Informaticnswerte bei @a = 25 °C

Statische Betrigbswerte min, max. _

ersorgungsepannung der Wirkungsgred der
Ausgangsverstivker Upp  13:5 14,5 V Ladungsiibertragung CTE 0,99999 . Ohm
Versorgungestrom der Ausgangsimpedans 4 750
husgengsverstérker IDD - 25 mh Ausgangsglelichspannungg-
Versorgungsspannung pegel Uy 8 v
der Takttreiber ﬁCD 13,5 14,5 ¥ mex. Bildpunkb-
Versorgungsstrom ausgabgfrequenz fDAﬁ 20 MHz
der Tekttreiber I - 15 mA
(03]
Spennung filr die ‘ 5) Eingangskapazititen: Cy = 150 pF;
Schieberegister Un 5,5 6,5 V Cp 350 pF
Spannung fur die 6) fpar = 2 ° fovansport
Eingangsdiode UEi 10,5 bis 12 V
. @ = - o
Substrat (Masse) Ugg 0 g  Grenzwerte bei &, = -25 bis 70 7C
Spannungen an den min. mex.
Impulsbetriebswerte : P fg sl e e s
© Anschlissen 1, 2. 3. 4,
Low-Wert vom Ubergragunga» 8, 9, 1, 12, 14, 15, 16
und Transporttakt o UGXL ) 0,5 v 17, 18, 21, 22, 23, 24 0,3 8 v
GTL .
Bigh-Wert vom Ubertra-. Spannung em AnschluB 13 . Y v
gungs- und Trepsporttekt Ugyy i 3y Ainechliisse
RIS 5, 6, 7T, 10, 19, 20 nicht beschalten
Phesenlage der Takt- .
- Verlustleistung

spannungen siehe Seite 5

B Tektitreiber P - 300 mW

at
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Verlustleistung

Verstérker PA - 350 mW
Bildpunktausgebe-

frequenz ’ fDAT 12 - Mz
Betriebstemperatur- R
bereich . ﬁ& -25 70 °¢

Legerungsitemperatur-
bereich iiber eine

Zeit von 1 Monet & -50

Q
stz 100 °C

Anwendungshinweise

Dag Bsuelement I 133 U dst nit internen "Sample
und Hold'"-Stufen ausgeriistet. Durch kepazitéts-
armes (berbricken der Anschliisse 2 und 3 sowie
21 und 22 direkt an der Fassung ist eine Bild-
klemmung mtglich. Die Signalaysgénge liefern
dann bel dleser Betrilebsart bildpunkigeklemmie
Videosignale. Ohne digse AnschluBiberbrickung
werden Videosignale ohne Bildpunktklemmung ause-
gegeben. Bel dieser Beiriebeart ist an dle An-
schliisse 2 und 22 eine Gleichspannung von 10
bis 14 V zu legen.

Steckfassung: 24 pol. IS-Fassung, Form 112/24
nacn TGL 36 665, .

MaBangaben zun Strshlungsempiengstell und Chip

Abmessungen der Sensocren 13 pm x 13 pm
(1024 = 13,2123 mm)
Mittensbstand der Sensoren 13 pm

- Abstend von der Oberfléche
der Glasscheibe bis zur

Chipoberfliche ,9 %0,3
Chipabmale 14,5 x 1,5
Abatand des Chips von der _ .

gberen Gehiusekanie 6,6 0,08

Abstand des Chips von der
rechten GehBusekante

GehBuseansliihrung:
24poliges DIL-GehBuse

Unterseite: Keramik
Cbherseite: Plast mit Fenster

Oberfliche der Anschlisse:
vergeldet

Hassge:s 3.4 g
Bauform: 21.2.3.2.84 nasch TGL 26 T13

Standard: TGL 55 108

Bl B 2 7 [ @ L
L7330

Q:i}

OE e E e E

3 L 133

PIN Belegung Kurzbe~
zelchnung
1 Videceusgang A ’\TIDEODut A
2 Gate des Sample und Hold
Transistors A USHA
3 Sample und Hold Takt-
. ausgsng A SHout A
4 Versorgungsspannung
fiir Taktireiber UCD
5 nicht anschlieBen NG
6 nicht anschlieBen - NC
7 nicht anschlielen NC
8 Versorgungsspannung
fir Tekttreiber UCD
9 Signalausgang
"Ende dexr Abtastung" Eosout
10  nicht anschlieBen - NC
11 Gleichspannungsgeate
Schieberegister A UT

i2 Bingangsdiode zur Erzeugung
des WelB-Referenzpegels und
Amplitude des Signslg "EOS" Ups

13 Messe {Substret) . Ui:
14 intern nicht beachaltet jie
15 {Ubertragungsgaie Uax
16  Tektgste der .
Schieberegister UGT
17 Gleichspannungsgate
Schieberegister B GT
18 Versorgungsspannung ﬂDB
19 nich% snschlielBen ¥C
20 nicht snschlieBen HC
21 Sample und Hold Tektausgang B SHout B
22 - Gate deg Sample und Hold
Transistoers B ) Usis
23 Videocausgeng B VIDEOGut B
24 Versorgungsspanunung ) UDD

s

Funlctionsheschreibung

Lichtempfindiicher Tell

Die in einer Relhe angeordneten 1024 licht-
empiindlichen Elemente sind durch geeignel
dotierte CGebieie voneinander getrennt. Das
ginfallende Licht dringt nach Pessieren einer
tramsp&reiten SiOzuSchicﬁi in dss Silizium ein.

Die abgorbisrten Photonen erzeugen Elskironen-
Loch-Yeare. Wihrend die ILBcher zum Substret
aebflieBen, werden die fologenerierten Elek-
tromen von den Sensorelementen gessmmelt und
den {(gegen Licht abgeschirmten) Speicheriel-
len zugeflhrt. )

Die akkumulierte ladung hingt linear von der
Beleuchtungeatirke und der Integrationszell ab.

Uvertragungsgatie

Die Speicherzellen sind von den beiden BCCD-
Schieberegistern durch ein Gebhlet getrennt,
das vom Ubertragungsgate gesteuert wird.

Bei H-Pegel am Ubertresgungsgete kann die foto-
generlerte lLedung sus den Speicherzellen in
die unter den Speichergate's der Schiebere-
gister befindlichen Helbleitergeblete flielen.



Der zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgen-

der H-Impulse am Ubertregungsgate bestimmt
die Bestrahlungszeit der lichtempfindlichen
Sensorelemente. : -

Schieberegister

Es sind insgesemt vier BCCD-4nalogschiebere-
gister sngeordnet. Dazu zdhlen die Trenspori-
register A und B, das EOS-Register und ein
Zusatzregister. Von den Transportregistern

wird eine sus den Speicherzellern eingespéiate
Signelladung zu den Ladungsdetektoren trans-
portiert. Die Transportregicter sind so ange-
ordnet, dafll die Ladungen der mit ungerader
Zahl bezifferten Sensorelemente (1,3,...1023)
in das Register 4; die Ladungen der mit gera-
der Zshl bezifferten Sensorelemente (2,4,
...1024) in das Register B eingelesen werden.
In den Anfang des EOS-Registers wird mit je-
de.: H=Impuls am Ubertragungsgate eine Ladung
eingelesen, welche nach insgesamt 529 Schiebe-
takten in den EOS-ladungsdetektor eingegeben \
wird. Das detektierte und verstirkte EOQS~-Sig~
nal zelgt das Ende des Auslesens der gesamten
Zeile an. Das Zusatzreglster dient der Verbes-
gerung des Dunkelsignelverhaltens. ’

Ledungsdetektoren und Ausgangsverstérker

Die von den Registern 4 und B transportierten
Signslladungen werden von zwel Ledungsdetek-
toren in zur GriBe der Ladung proportionsle
Spennungssignale umgewandelt:

Nach jedem Ladungsdetektor sind Ausgangsver-
gté8rker angeordnet.Dieses werden durch zwei
MOS-Transistoren und einen d&zwischenliegende:
"Semple- und Hold"-Transistor gebildet.

An den Videosusgingen erscheinen die der Be-
leuchtungsstérke proportionalen Spannungssig-
nale der mit ungerader oder geréder Zehl be-
zifferten Sensorelemente.

" Nach dem Ubernahmeimpuls_UGX gind 10 Schiebe¥

registertakte UGT erforderlich, damit die
ergte Bildpunktinformation am Ausgeng zur Ver
figung steht.

Ein dritter L&dungsdetekfor und ein Ausgengs-
verstéirker mit "Sample- und Hold"-Stufen ist

- an das EOS-Register angeschlossen und erzeugt

am Ende des Auslesevorganges ein Spannungssige-
nal.

. SHpege Ao Us
Ugi Usx Ugr Uy Up - Uop SHoa & Usp  Shout fsith
Y12 75 16 W7 TG 2’4 27. YEZ Y3 ‘fz
Taki- Takt -
treibar 7 treibar 2 _,l
N . — bit~ Ladurgs -
| £ poi ke{ 524 bit - Schieberogister E0S . f?egf Lpy Lodungs
/
/ } | T | 1 st Ladungs - N ]
i Ffw)eal 4+ 524 bit ~ Transportregister A =t Feg. = e 5 P,
/S S S S S N S N 7 4
Gbertrogungsgate ) Ll L
& & [ SUPRE S NN WY W 3 %
[o]ofofoft 2] 2] ]w]w-7]4]s]2)7) )] ] 2| ] o]ola] |
¥ ¥ | 2R I I
L yvs 7/
A Vv v g ¥ | IR T T O T
5 hit - Ladungs- 23
ot (i) /® 525 bit - Transportregister 8 ﬂegl. el deto, ki‘il’ ol
/ I I o VIDEGy B
b E /B 526 bit - Zusatzregister
: ]
S
J\ 7 1.75 9 20 4 24 3
Uy Upp W NG AC Upp ]
E(w) = Eingsngsdiode fiir
E = Eingengsdiode WelBsignaleingabe
I = Isolationszellen 1...H= 1024 Strahlungs-
Blockschaltbild D = empfangssensoren

Dunkelsignalzellen
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Takttreiberschaltuhg ~undurchléssigen Metallschicht bedeckt. Sie er-
zeugen ein Dunkel-Referenzsignal (keine Beliche

Diese Schaltung gestattet den Betrieb. der

L 133 C mit nur 2 externen Tekispannungen

~ einem Rechiteck-Transporttakt, welcher die
Atuslesegeschwindigkeit der Videodaten sus

tung), welches von .beiden Enden der Zeile auf
den Videosusgang iibertragen wird (im Block-
diegramm, Seite 4, mit "D" bezeichnet).

dem Sensor steuert und Auflerdem sind em Ende der Sensorzeile Refe-

- einem tbertragungstakt, welcher die Inte-; renzpegelgeneratcren fiir ein Hellreferenzsig=-

gretionszeit des Sensor steuert. nal integrier‘t‘ (im Blockdiagramm, Seite 4,
mit "E(w)}" bezeichnet). Diese Referenzpegel
Dunkel- und Hellreferengzschaltung

: sind Bezugssignale fir die Ausgangssignelge-
Vier zusBizliche Sensorelemente an beiden winnung sowie fiir weitere Signelvererbeitung.
Enden der Sensorzeile werden mit einer licht- ’ ’

I

1
VIDED, .. A :
out { ‘@Q@M—
(5. and 1) | \ Referenz
: Dunkel- Referenz
1 N N
VIIEDpes B < e oo e
(s.and H.) { .
b Dunkel-Referenz
i
: EOSM ¢ TN 1
| T Ende der Abtastury
{ohne S.u.H.) |
VIDEQgeye B
{ohne S. u. H.)

£0S,
tox out % Schwearz-Referenzpege!
pe—— — B RSO 5y S N S U VR S S ST - ———
VIDEQ,,+ 4 Nunkelefanol—Feaal }
Ugr Transporttakt out Dunkelsignal~Fogel L VIDEG 1~ Pegel
tor A _g_______ o VIDEG - Information
g T _i ’ des Bildpunkies 7021
Schalizeiten, ty > 5075, tsr> S0ns , = = =k e e — — — Shwarz- Réferenz-
& e VIDEGpt B tHunke/s;gnaF Pegel pegel
Empfohlene Anstiegs- und Abfalizeiten VIDE Ogy~ Pegel
fir alle Takte & 20ns Usgt. VDB Informati
N mmn vt o e . s e e e Bt e S - n ,‘ma ’on
. des Bildpunktes 1020
tax tor P
UGX ist in UGf
einzuschachteln

Impulsdiagramm der Taktimpulse
und . Ausgangssignale )
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+5¥
A
J; | S— .
ry ele
22 L#3C
A

I D1, b2, D3 - Di%3,
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typische Werte fiir L 133 C mit U = 7,50V

SAT
im angegebenen Spektralbereich gilt fir die
Bestrahlungsart der Umrechnungmfaktor

1 1x = 0,29 pWem™@
Bestrahlung mit Normlichtart A und Filter
BG 38 (2 mm dick), gemessén im Berelech
560 bis 990 nm.

Mittelwert aller Pizel der Sensorzeile

Anderungen vorbehalten!



Die vorliegenden Datenblstier disnen
ausschlieBlich der Informationt

Es konnen daraus keine Liefermdg-
lichkeiten  oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalian.

Herausgeber.

veb aepsg nezentrum slekoranik berlin
irny veb kommbinet mikroskekeronik N

Mainzer StraBe 25 .

Bertin, 1035
Telefon: 5 80 05 21, Tetex: 011 2981 0113055




SP 116, SP 117, SP 123, SP 124
H@mteller_: VEB

1/89 (14)

erk fiir Fernsehelektronik Berl

Optische Positionssensoren

Die unterteilten optischen Positionssensoren SP 116, SP 117 und SP 123 sind in Si-Planartechnologie
gefertigt und haben ein Trdgerstreifen-Plastgehiuse. Der unterteilte optische Positionssénsor 5P 124
ist in Si-Epitaxie-Planartechnologie gefertigt und hat ein Metall-Glas-Gehduse. Sie eignen sich fir
Dioden- und Eleméntbetrieb, weisen ein niedriées Dunkelstromniveau auf und sind durch ein geringes
Uberspfechen ggkennzeichnet.

Einsatzgebiete sind die MeB-, Steuer- und Regelungstechnik, insbesondere Nachlaufsteuerungen, Kanten-

fiihrungen sowie Weg- und Winkelabtastungen.

'Grehzwerte -
- Kurzzeichen min. _ max. - Einheit
Sperrgleichspaﬁnung UR
= -25...70 % : ' 25 - v

Verlustleistung: Ptrn - )

SP 116 75 miW

SP 123 75 ) mW

SP 117 ‘ 40 mW

SP 124 100 m¥



Fortsetzung

Sperrschichttempefatur
SP 124

Betriebstemperatur-
bereich

Lagerungstemperatur-
bereich

Kenngrifen (49g = 25-90)

Dunkelsperrstrom
Eg = 0 1x

Ug = 20V
sp_116%)

sp 1171
sp 1230

SP 124

Spektrale
Empfindlichkeit

A= 633 nm
U, = 20 v

ﬂn,s = 10 nm
‘Integrale
Empfindlichkeit
Ug = 10V )
Ey = 1 klx
SP 116
SP 117

SP 123

5P 124

,

Wellenlidnge -der
max. Empfindlich-
Esit .

A 0,5 = 10 nm

UR = 20 V¥

RL< 1006 @hm

Impulsanstiegs- und
Abfallzeit

-h= 850 nm

UR = 20V

R 50 Ohm

L

3

Einheit

Kurzzeichen mib, max.
J 125 °¢
& -15 55 o¢
a
o
stg -25 78 C
Kurzzeichen min. typ. max. Einheit
Tro
- s 10 nA
- s 10 nA
- R 10 ni
- 0,3 20 nA
A
g,25 0,33 - A/
1)
Stot
4,5 - - WA/ KLx
3,0 - - pA/klx
1,0 - - pA/K1x
8,0 - - ph/klx
A
S
600 700 800 nm
t, ty - 40 100 ns



SP 116, ...
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Fortsetzung
Kurzzeichen min. typ. max. Einheit
Laterale Inhomogeni-
tdt der Foiosiromemp-
findlichkeit ASL) 100 - 3 5 %
AS(DY
; UR = 200V
Normlichtart A, Licht-
fleckdurchmesser 50 pm
Ubersprechen Ipy
. EPo 100 - 2 5 %
P1
1) 5e Teilfldche bzw. Teildiode
2 gemessen mit Normlichtart A nach TGL 37363 in Richtung
der geometrischen Achse
#2)
' %ﬁ % Ji f
g L
-
o BEm
S
g i
Ve i .
litbar 25 "
1-3mkm4 B
mop | o
f :
gpkenn— und\\" l )
Anzohhas T . i
Horstellungs - [
itzaum e i
}] ), ! i 1
H o X T <
;QJ: ik c équ?
Vil .
Strehlungsempfindliche
Teilfléchen je 1,74 mm®
Angchiub Belegung
k] nicht belegt
2 Ketode Masse: g
>3 Teilfliche 2
4 Teilfléche 1
Bild 1: MaBbild SP 116 - Differenzfotodiode
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% Rty 3
§ FKetody N i .
3 TeltfiEshe ¢ Bild 2: MaBbild SP 117 -~ Quardrantenfotodiode
488 453
; | } 3
gl of T f BJ? =
+ H ¢
Rl
- Irg i |
™ & |
4 | \\
/ - oas 1 02
dow | _2m ] LR )
straklungsemprindlichy .
Tdchon fo 288’ g | AhtA -,
N
‘ et
Ml?ﬁcfi Typan--
[ wAmehl T b
Herstelungs=_J—""
1 ot
Titfidshe ) altraum = | | |
2 4 3 5 = —
Lichtein~
A tr-ll‘be-ﬂ
fléisho
- A 5 - @,
Anschiuh Bslogurly strahiungs-
P e ot
§ Teilfigchs 1 Riifibehe 2 J2 87t mm
4 TeititGoh 2 Masse: 0,1 g
) Masse: 0,8 g
Bild 3: MaBbilq SP 123 - Kreis-Kreisringfotodiode ~ Bild 4: MaBbild SP 124 - Kreis-

Kreisringfotodiode
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Bild 5: Relative spektirale Empfindlichkeit
. a) SP 116 b) SP 117
@ .c) SP 123 d) SP 124 .

Lichtflock = ¢ Sum

e Gtgeirnit Wod
———Quadrart B-¥ 35

e AN S} 3 1 L : ! : L ; s Il

i
-2 -10 ~07 -0§F -025 0 025 Q5 Q% Xlom 125 -125 -10 -0 -05 ~0Z5 0 05 85 07 Xjpwm 125

a) 7 b)

e i ] :
0 05 0 5 Xjom 20 ,.,,j\!

c) 0

Bild 6: Homogenitdt der Empfindlichkeit
a) SP 116 b) SP 117
c) SP 123 d) SP 124

g



Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschlieBlich der Infermation!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbing-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im  Sinne des techni-
schan Fortschritts sind vorbehalan,

Herausgeber:

veb eppliketionazentrum slielkironik barlin
-y veb komibinet rniloostekuoronik ’

Mainzer Strafe 25

Beriin, 1035
Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2881 011 3055
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Hersteller: VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Infrarotemitterdiode

Die VQ 175 ist eine GsAlAs-Infrarotemitterdiode mit Buchsengehiuse, das mittels einer 1ldsbaren
Steckverbindung mit einem LWL-Kabel verbunden werden kenn.
Sie ist fur den Einsatz in LWL-Ubertragungssystemen bestimmt.

Grenzwerte : -
Kurzzeichen mine maxe Binheit
DurchlaBgleichstrom ’
7 = 50 °¢ Ip - 100 mh
50 %¢ < Jé £ 7 %
periodischer Spitzen=
durchlaﬁsgrom . i .
< =50 °%C Tpau - 200 mA
TKIF = 6,7 mA/K
50 % <« < 70 %,
tp = 10 [us;
T=1:2
Sperrgleichspannung
= o 0, - 7
S = 40 ... 70 % Uy 2 v
periodische Spitzen=-
sperrspannung
o 0 .
v, = 40 ... 70 °C Upp - 2 v



I

Fortsetzung

Isolé%ionsspannung

o]
= =40 ... 0 °%C

Sperrschichttemperatur

Betriebstemperatur-
bereich )

Lagerungstemperstur=
bereich Uber eine Zeit
von 1 Monat: :

“Kenngraﬁen ( ¢&«= 25 %¢)

-

Durchlafgleichspannung

Ip = 100 mA

eingekoppelte Strahlungs-~

leistung

Ip
dy

NA = 0,2

125 /um;

Dauerstrahlungs-
leistung

Iz = 100 md
Sperrgleichstron
Up =27V

Impulsanstiegszeit,
Impulsabfallzeit

IFRM = 100 mA,
'tp =

£ . =
P .

1 /U.S 9
10 kHz

Isolationswiderstand
Uig =77V

Wellenlénge der
maximalen Emission

= 100 mA
IF o]
spektrale Stirahlungs-
bandbreite ~

= 100 mA

100 m4, 4, = 50 jum,

Kurzzeichen min. max.
Uis - T v
,% - 80 °¢ -
Q<
A -40 70 ¢
9]
7 . -50 50 ¢
" Kurzzeichen min. max. Einheit
Up - Ci2,2 v
@LWL‘ : 25 - /uW
b, K - W
IR - 10 /uA
5 §
£ - 30 ns
£
Ris 1 - 10hm
790 850 nm
ANA - 50 nm
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~ @
mechanische
_Bezugslange =
)=
s
+1 _
hey
S N
1T =
X |
£
~ optische . A “1  Stelle der 3
o - Referenzebend Kennzeichnung
© = 0045
& o
.. Ts)
Anode ||~ \6tbar -
5
oo
Bild 1: Gehduse .
(Anode und Katode
‘vom Gehzuse isoliert) .
Masse: 4 g
25
g
f\/
e
15//M
10 )
05 t
qu=25°c
N ] : Bild 2: Mittlere Abhingigkeit der Durchlal-
0 10 50 100____Tg/mA gleichspannung vom DurchlaBgleich-—

strom
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‘Bild 3: Mittlere Abhé;n‘gigkei'{: der eingekoppelien T Bild i@: Mittlere Temperaturabhingigkeit der
Strahlungsleistung vom Durchlaﬁgieichstrom - ' eingekoppelten Strahlungsleistung
(<, = 25 °C, 6I ~ Faser, dy = 50 s - ( 61 —§Faser, dy = SOx/um,
% =22 Te) ) S . k= @f?fL{ﬁ =735 °C)
@LWL(IF:WO mh) : WL ‘a
0
TRye | -
mv/k 1
075 —
1 o . M'A"/ »' -
o I e il | TRy = flI¢)
125 g = - ; P oy I
1 | 24=20C bis 70°C -
1[15 . = r L3
T |
1 2 3 4586 81 2 3 4 58 8 1°
: ; ' T/ mA

Bild S5: Mittlere Abhingigkeit des Temperaturkoeffizienten der
) DurchlaBglelchspannung vem Durchlafgleichstrom

Die vorliegenden Datenblitter disnen
ausschiiefflich der Infermationt ’
-Es konnen daraus hkeine Liefermdg-
lichkeiten  oder, Produktionsverbind-
tichkelien abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
. . o ‘ schen Fortschritts sind vorbehalten.

tainzer StraBe gs
- Berlin, 1035 / :
Teiefon: § 80 05 21, Telex: 011 2881 011 3065




Inhaltsverzeichnis 1981 - 1988 o 189 ()

@ -
N
Selt 1981 werden im Auftrag des VEB Kombinat Mikroelektronik vom VEB Applikationszentrum Elekironmik
Beriin Datenblitter Uber Halbleiterbauelemente herausgegeben,
Nachfolgend ist eine typenbezogene Aufllstung dar Halblelterbauelemente, die bisher verofLentllcht

‘wurden, zusammengestellt

1fd. Rr. Jahr Ausfihrliche Bezeichnung

01* 1981 Neue und welterentwlickelts Erzeﬂgnisse
g2* 1982 Neue-und weiterentwickelie Erzeugnisse
. 03* . 1983 Neue und welterentwickelte Ergeugnisse
1984 Datenblattsammlung "Elektronische Bauelemente" .
04* : - Ausgabe 1/84: "Neue und weiterentwickelte Bauelemente"
A Datenblattsammlung "Elektronische Bauelemente"
'%§DS* ’ Ausgabe 2/84: "Neue und weiterentwickelte Bauelemente - Nachtrag”
) ) N Datenblattsammlung "Elektronische Bauelemente”
,i;hé*x E . MAusgabe 3/84: "Ausgewdhlte Importbauelemente” ) -
19285 Jatenblattsammlung "Elektronische Bauelemente™

Ausgabe 1/B85: "Neue und weiterentwickelte Bauelemente"

. . 1986 - Datenblattsammlung “Elekironische Bauelemente"
¥ o8 . / ' Ausgabe 1/B86: "Ausgewihlte Importbauelemente’

Datenblattsammlung "Elektronische Bauelemente"

}iO? S Ausgabe 2/86: “Neue und weiterentwickelte Bauelemente sowie ausgewahlte
S : Impoltbauelemente

Py

1987 Datenblattsammlung "Elektrcnlsche Bauelemente"
}{ 10 Ausgabe 1/87: "Neue und weiterentwickelte Bauelemente sowie ausgewahlte
’ Importhauelemante”

Datenblattsammlung-”Elektrcnische Bauelemente"

?i 11 ‘ © Ausgabe 2/87 (11): "Neue und weiterentwickelte Bauelemente souwie
.ausgewdhlte Importbauelemente®

i 1988 Datenblatisammlung "Elektronische Bauelemente™
i 4 12 . _ Ausgabe 1/88 (12): “"Neue und weiterentwickelte Bauelemente sowie
- ausgewdhlte Importbauelemente"
Dateénblattsammlung "Elektronische Bauelemente"

jé 13 . Ausgabe 2/8B (13): "Neue und weiterentwickelte Bauelemente sowie
ausgewdhlte Importbauelemente"

* Diese Ausgaben sind bereits vergriffen, kinnen aber als Mikroplanfilm bereitgestellt werden.

¢



1fd. Nr.

Typ

Typ Typ 1fd. Nrs
A 1524 D 12 "B 084 DT 03
A 1670 V 13 B 125/110-20 Si 05
A& 1670 V1 13 B 165 H 04 -
A 1818 D 07 B 165 ¥ 04
A 2000 V 07 B 176 D 02 .
A 2005 V o7 B 177 D 02
A 2030 H 02 B. 20/15-20 Si 05
A 2030 V 02 B 250/220-20 Si 05
A 224 D 04 B 260 D o1
A 255 D 01 B 2761 D 02
A 277 D 01 B 2765.D 2
A 283 D 01 B 303 D 05
A 301 ¥ 03 B 304 D 05
A4 3501 D 03 - B 3040 DA~ 13
A 3510 D 03 B 305 D - 05
A 3520 D 03 B 306 D 05
o B 308 D 01
A 4510 D 13 B 315 DC 03
& 4511 D 13 B 315 DD 03
. B Q60 D 04 B 315 - EC 03
"B 060 DH 04 B 315 ED 03
B 060 DP 04 B 315 KC 03
B 060 DT 04 B 315 KD 03
B 061 D 04 B 3170V 04
B 061 DM 04 "B 371 H 04
B 061 DP 04 B 318 D 01
B 061 DT 04 B 325 DC 03
B 062 D 04 B 325 DD 03
B 062 DM 04 B 325 EC 03
B 062 DP 04 B 325 ED 03
B 062 DT 04 B 325 KC 03
B 064 D 04 B 325 KD 03
"B 064 DM 04 B 331 G 02 .
B 064 DP 04 B 3370 B 04
B 064 DT 04 B 33707 04
‘B 066 D 04 B 3371 H 04
B 066 Di 04 B 3371V 04
B 066 DP 04 B 360. DB 03
B 066 DT 04 B 360 DC 03
B 080 D 03 B 360 DD 03~
B 080 DM 03 B 360 BB 03"
. B 080 DP 03 B 360 EC 03
B 080 DT 03 B 360 ED 03
‘B 081 D 03 B 360 KB 03
B 081 DM 03 B 360 KC. 03
B 081 . DP 03 B 360 KD 03
B 081 DT 03 B 380 DB 03
B 082 D 03 B 380  DC 03
B 082 DM 03 B 380 EB 03
B 082 DP 03 B 380 EC 03
B 082 DT 03 B 380 03
B 084 D 03 B 380 KC 03
B 084 DM 03 B 390 03
B 084 03 - B 391 o7

347

1fd. Nr.
B 40#35-20. S5i 05
B 4002 D 09
B 4206 D 12
‘B 4207 D 12
B 451 @G 12
B 452 G . 12
B 453 G. 12
. B 480 G 13
B 461 G o1
B 462 G 01
B 511 XN 04
B 555 D 03
B 556 D 03
B 589 N 04
B 611 D 02
B 615 D 02
B 621 D 02
B 625 D 02
B 631 D 02
B 635 D 02
B 654 D 02
B 761. D 02
B 765 D 02
B 80/70-20 Si. 05
B 861 D 2
B 865 D 02
¢ 500 D .05
C 501 D C 05
¢ 502 D 05
C 504 D 05
C 520 D 01
C 560 . 12
€565 D 04
¢ 565  C 12
C 5650 D 04
¢ 5650 C 12
¢ 5658 D a7
¢ 570 D o7
C 570 C 12
¢ 571 D 07
¢ 571 € 12
¢ 574 C 13
¢ 670 ©C 13
¢ 670 Cn 13
C 7136 D 09
D104 D 01
D 108 D " 01
D.i21 D 03
D172 D 03
D174 D 03
D175 D 03
D 345 D 04
D 346 D 04
D D 04



1/89 (14) ' 3 ' . Inhaltsverzeichnis

Typ . 1fd. Nr. | Iyp o 1£d. Wr. Typ 1fd. Nr.
D 348 D 04 1. DL 2632 D 09 K 155 KB 7T 06
D 394 D 01 DL 295 D ) 07 K 155 LA 12 06
D 4803 DC 13 DL 299 D \ 09 X 155 LA 13- 06
D 716. X 05 DL 374 D 09 X 155 LE 2 06
D 718 D 10 : DL 540D - 09 | K155 1P 5 06
D 816 B 08’ DL 541 D / 09 K 155 LP 7 06
D 816 D o8 - DL 8121 D 07 : X 155 PR 6 06

D 816 & 08 DL 8127 D 10/11 (Exg.)"| & 155 PR 7 06
D 816 W 08 DS 8205 D 03 K 155 RU- 7 06
D 817 A 08 | Dpse2D 03 X 155 L 1 06 .
D 817 B 08 . DS 8216 D 03 K 561 ID 1 10
D 817 & 08 DS 8282 D 03 XK 561 IE 9 10°
D 817 W 0g DS 8283 D 03 K 561 IE 10 10
D 818 A’ 08 DS 8286 D i 03 K 567 IE 11 10
D 818 B o8 DS 8287 D . 03 K 561 IM 1 10
D818 D 08 . DPsch 151-80 11 K 561 IP 2 10
D 818 E 08 DTsch 151-100 11 K 561 IR: 6 10
D 818 & [o7: R Disch 161=-125" 11 ‘K 561 IR 9 10
D 818 W 08 DTsch 161=160 11 K 561 KP 2 10
DL 000 D 02 , DIsch 171-250 11 K 561 KT 3 10
DL 002 D 02 DIsch 171-320 S 1 K 561 LA 7 10
DL 003 D 02 E 121D 03 . K 561 LA 8 10
DL C04 D 02 E 175D 03 : K 561 LA 9 10
DL 008 D 02 E 310D 05 K 561 ILE 5 10
DL 010 D 02 E 345D 04 X 561 LE 6 10
DL 011D 02 E 346D 04 K 561 LE .10 10
DL 014 D 02 E 347D 04 . X 561 L 2 10
DL 020 D 02 E 351D 01" . K 561 Lp 2 10

. DL 021 D 02 E 355D 01 . K 561 LS 2 10
DL 030 D 02 E 412D 02 K 561 PU 4 10
DL 032 D 09 - | B 435D 09 .. kK 561 RU 2 10
DL 037 D 03 FAR 03 4 01 S K 561 SA -1 10
DL 038 D 03 PAR 04 4 - 02 K 561 THf 2 10
DL 040 D 03 FAR 09 A 02 K 561 M 3 10
DL -051 D 07 AR 11 & 02 K561 TW 1 10
DL 074 D 02 - FAT 02 B 02’ K 565 RU 1 A 08
DL 083 D 09 FAT O7 B o1 K 565 RU 2 . 08
DL 086 D o7 FAT 12 B 03 K 565 RU 3 08
DL 090 D 03 K 155 AG 3 06« - K 565 RU 5 £ 08
DL 093 D 03 K 155 ID 1 " 06 K 565 RU 6 08
DL 112 D 03 K 155 ID . 3 06 - X 565 RU. 5 W 08
DL 123 D 03 K 155 ID . 4 06 K 573 RF 1 08
DL 132D 03 K 155 IE 2 06 K 573 RF 2 ©oo8
DL 155 D 07 K 155 IE 4 06 K 573 RF 5 08
DL 164 D 09 K 155 IE 5 6 KB 304 ‘ 12
DL 175 D 07 K 155 IE 8 06 KB 313 ; 12
DL 192 D 03 K 155 IM 3 06 KB 413 12
DL 193 D 03 K 155 IP 2 06 KD 512 A 09
DL 194 D 07 K 155 IP 3 06 KD 514 A 09
DL 251 D 07 K 155 IP 4 06 KD 522 A 10
DL 253 D 07 - X 155 IR 17 06 KD 522 B . 10
DL 257 D 07 K 155 Kp 1 - 06 KM 132 RU 5 08
DL 259 D 09 K 155 Kp 2 06~ KM 537 RU 1 08
DL 2631 D 09 K 155 KP B 06 KP 103 E(EP) 11




Typ " 1fa. N,
KP 103 Sh (ShP)11
XP 103 I (IP) 11
KP 103 K. (KP) 11
KP 103 L (TLP) 11
KP 103 M (MP) 11 —-
KP 302 & 08
KP 302 Al 08
KP 302 B 08
KP 302 BM - 08
KP 302 W 08
KP 302 WN 08
KP 303 A 08
KP 303 B 08
KP 303 D 08
KP 303 E 08
KP 303 G 08
XP 303 W 08
KP 304 & 10
kP 305 D 11
KP 305 B 11
EP 305 Sh 11
KP 305 I 11
KP 306 & 10
KP 306 B 10
KP 306 W o
“KP 307 A 08
“KP 307 B 08
KP 307 B 08
KP 307 G o8
KP 307 Sh 08
KP 350 &’ 08
XKP 350 B 08
KP 350 W 08
KP 902 4 10
KP 902 B 10
KP 902 W 10
KP 903 A 10
XP 903 B 10
XP 903 W 10
KR 132 RU 4 08
KR 537 RU 1 08
KR 537 RU 2 A 10
KR 565 RU 2 - 08 °
XS 620 A 08
KS 630 A 08
KS 650 A 08 .
KS 680 A 08
KT 829 A 12
X7 829 B 12
KT 829 W 12
KT 829 @ 12
KT 939 4 08
KT 939 B 08
L 110 € 03
MB 102

09

Typ

Typ

lfd. Nr.

1fd. Nre
MB 104 & 03 SCE 309 D, 04
B 104 B 03 " SCE 309 E 04
MB 104 C 03 SD 335 A 02
WB. 104 D 03 SD 335 B 02
B 105 07 SD - 335 C 02
MB 106 11 SD 336 % 02
B 110 03 .. Sp-336 B 02
B 111 03 - SD 336 C 02
MB 123 03 SD 337 4 02
S ¥B 125 03 SD 337 B 02
MDD 16 09 SD- 337 ¢C 02
MDD 16-10 09 SD - 338 4 02
MDD 16-12 09 SD 338 B 02
MDD 16-72 09 S 338 ¢ 02
MDD 16- 4 - 09 SD 339 A 02
MDD 16~ 6 09 SD 339 B 02
MDD 16~ & 09 SD 339 ¢ 02
oD 25~ 1 09 SD 340 4 02
MDD 25-10 09 SD 340 B o2
MDD 25-12 69 - SD 340 C 02
MDD 25- 2 09 SFE 235 01
. MDD 25- 4 09 SFE 245 01
WDD 25- 6 09 - SH . 200 02
MDD 25- 8 09 SMY 62. . 03
L MDD 40- 1 09 SP 101 03
THDD 40<10 09 5P 102 03
MDD 40-12 0% SP 103 03
MDD 40~ 2 09 SP 104 04
MDD 40= 4 09 SP 105 03
MDD 40~ & 09 SP 106 09
‘MDD 40- 8 ¢ 09 SP 107 - 04
MDD 63-10 09 SP 109 04
MDD 63-12 09 SP 114 13
MDD 63- 2 09 SP 119 13
MDD 63~ 4 09 SP 121 13
MDD 63~ 6 09 SP 212 03
MDD 63 8 09 SP 213 03
VH 74 °S 201 06 SP 215 03
MH 74 5 201 B 06 SSE 200 11
M 74 S 287 06 SSE 201 11
MH 74 S 571 06 SSE 202 11
uH 74188 06 SSE 216 C 01
HMQH 200 13 SSE 216 D o)
SCE 237 D 01 SSE 219 C 01
SCB. 237 B 01 SSE 219 D 01
SCE 238 D 1 SU 11t 04
SCE 238 B 01 SU 167 03
SCE 238 F 01 SU 169 03
SCE 239 D 01 SU 178 .05
'SCE 239 E 01 SU 179 05
SCE 239 F 01 SU. 180 03
SCE 307 D 04 SU 186 L 09
SCE 307 B 04 SU 189 04
SCE 308 D 04 SU 190 04
SCE 308 B 04 - SU - 311 11



1/89 (14) - - 5 : . Inheltsverzeichnis

Typ . ifd. Wr. Typ 1fd. Nr.’ Typ 1fd. Nr.
SU- 378 09 U 1001 D o7 | U 8036 D¢ 13 7
: s U 804 D 17
SU 380 - 09 U 1011 D o7 U BO4T P 09
su 386 . 12 U 1021 D 07 U 806D 03
su 387 - 12 U 1056 D - 09 U 807D . 03
SU 388 12 U 114D 01 U 825G 01
SU 390 12 U MTX o1 U 825 ¢ 01
SU 508 13, U 118 F 03 U 826G 01
SU 509 13 U 125D 03 U 8246 ¢ 07 .
-SU 510 ©43 U 126 D 03 U 8272 D - 10 0
SY 170 0z U 130 X 03 U 82530 DC : 13
SY 71 ‘ 02" U o131 6 03 U 82535 DC .13
SY 191 09 U 132 X . Q3 U 82720 D . 11
S5Y 192 10 U 192D Qs U 830 C o 02
SY 196 ' 09 U 214D 05 U 832 ¢C - 03
SY 197 10 U 215D .09 U 83 ¢ .01
SY 330 03 U 215D1 09 U 8611 DC-08 . 11
SY 345 02 U 2148 D55 - 12 , U 280-System 04
SY 351 : 02 U 2148 D 70 12 - . U 9032 XC . 13
SY 356 03 U 2164 C 07 . UA 858 D 04
SY 525 .09 U 224 D 03 ' UB 8001 ¢ 07
sY 526 09 U 225D 09 UB 8002 D 07
SY 625 09 . U 225 D1 09- ' UB 8010 C 07
SY 710 - 09 U 2316 D 07 UB 858 D 04
5Y 715 : 11 U 2364 D 07 , . UB 8810 D o7
T 112-10 06 U 2365 D o7 UR 8810 L 07
T o132-16 7 06 U 256 ¢ 05 UB 8811 D 07
T 122-20 06 U 256D .05 UB 8820 ¥ o7
T 12225 06 U 2616 D 07 UB 8821 M 07
T 132-16 06 U 2716 C 07 UB 8830 D 07
T 132-25 06 Ua2c 09 UB 8831 D 07
T 132-40 06 U 40098 D 05 : UB 8840 M 07
T 132-50 06 U 4001 D 01 . UB 8841 W o7
T 142-32 06 U 4011 D 01 UB 8860 D o7 -
T 142-40 06 - . U 4012 D 01 UB 8861 D 07
T 142-50 06 U 4013 D 02 . UC 8820 M 07
T 142-63 06 U 4015 D 02 - uC 8821 M o7
T 142-80 .06 U 4023 D 01 . UC 8830 D 07
T 152-63 06 U 4027 D 02 , " wc 8831 D ‘o7
T 152-80 06 U 4028 D 92 UC 8840 M 07
L 171-250 - 08 U 4030 D 01 o UC 8841 W 07
TL 171-320 08 U 4035 D o2 UC 8860 D 07
75 106-10 12 U 4042 D o2 UC 8861 D 67
TS 142-10 13 U 4050 D 05 UD 8810 D 07
TS 112-16 13 U 40511 D - 05 S S UD 8811 D o7
TS 122-20 13 U 4093 D .05 ) UD 8820 M 07
T35 122-25 ) 13 U 5200 10 CUD 8821 M .07
C TS 131-40 13 U 552 ¢ 03 " UD 8830 D 07
TS 131=50 13 U 555 C 02 UD 8831 D 07
TS 132-40 13 U 6516 D 09 - UD 8840 M 07
TS 132-50 13 U 708D . 02 ' D 8841 M 07
TS 141-63 13 U 714 P 11 UD 8860 D o7
TS/ 141-80 S 13 U 7660 DC 13 UD 8861 D o7
TS 142-63 13 U 7660 DG 13 UL 7211 D 04
TS 142-80 13 U 8030 DC ‘ 13 © UL 8611 DC-08 11



Typ 1fd.Nre
UP 7211 D 04
vV 4001 D 04
V4007 D 04
V¥ 40098 D 09
¥V 4011°D 04
V 4012 D 04
V' 4013 D 04
vV 4015 D 04
¥V 4017 D 04
Vv 4019 D 04
v 4023 D 04
V4027 D 04
V 4028 D 04
V - 4029 D 04
V 4030 D 04
V 4034 D 04 . -
Vv 4035 D 04
V 4042 D 04
"V 4044 D 04 -
V 4046 D 07
V4048 D~ 04
'Y 4050 D 09
¥ 4051 D 07
V' 40511 D 09
V 4066 D 07
Vv 4093 D 09
V 4520 D 07
V 4531 D 07
V 4538 D o7
V 4585 D - 07
Ve 121 03
vQ 123 03
_vQ 125 03
vQ 126 03 '
vqQ 130 04
vQ 150 12
vQ 170 04
VoA 10 03
VoA 101 04
- VQA 102 11
VoA < 13 , 03
VQA 14 03
VoA 15 03
VQA 16 Q2
VQA 17 02
VQA 18 03
VoA 19 03
VQA 201 04
VQA 202 11
VoA 23 03
VoA 24 03
VoA 25 03
VoA 26 02
VoA 27 02

© Typ ' ' 1fd. Hr.
voa 28 03
vos 29 03
VQA 301 - 04
VoA 33 03
VoA 34 02
vor 35 03
VoA 36 » 02
VoA 37 02
VoA 38 03.
VoA 39 03
VoA 46 02
VoA 47 02 )
VQB 16 .09
CVQB 1T 09
VB 18 09
VOB 200 09
VQB 201 09
VQB 26 04
VOB 27 04
VQB 28 04
vac 10 03
VQE 11 ‘ 03
VQE 12 03
CVGE - 13 03
VOGE 14 03
VQE 21 03
VOE 22 03
VOE 23 03
VQE 24 03
VQH 205 ’ 13
VQH 206 13
~ VOH 207 .13
~ VQH 601/1 11

VQH 604 ' 13

=
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Isolierscheiben 12
filr Lelstungs-
dioden

Isdlierscheiben 12
fir Transistoren

Vergleichsliste 11
CHMOS~Schaltkreise

Verglelchsliste 11

Speicherschalt-
kreise

o Ergénzung
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3
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]

W
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veb applilkkations

i veb kombinat mikroslekoronik

DDR- 1035 Berlin, Mainzer StraBe 25
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055

ilc beriin -

(516) 1138 BG 086/11/89 10,5 ~ 8



